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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semiconductor component which can be mounted on a surface. The
method has a step of providing a conductor frame, said conductor frame having a pair of two opposing conductor sections. The
method further has the steps of arranging a semiconductor chip in an intermediate region between the conductor sections and
securing the semiconductor chip to the conductor sections by forming a covering structure, said covering structure covering the
conductor sections on a first face and covering the semiconductor chip on a first chip face. Furthermore, contact structures are
formed which are connected to the conductor sections on a second face opposite the first face and to the semiconductor chip on a
second chip face opposite the first chip face. The method additionally has a step of bending the conductor sections such that the
conductor sections have a subsection which is adjacent to the intermediate region and a connection section which is offset to the sub-
section. Furthermore, a molding compound is arranged in a region between the bent conductor sections and laterally to the
conductor sections such that a housing which has the molding compound and the covering structure is formed and in which the
connection sections can be accessed from the outside. The invention further relates to a semiconductor component which can be
mounted on a surface and to a display device.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betriftt ein Verfahren zum Herstellen eines oberflichenmontierbaren Halbleiterbauelements. Das Verfahren
umfasst ein Bereitstellen eines Leiterahmens, wobei der Leiterrahmenein Paar aus zwei gegeniiberliegend angeordneten
Leiterabschnitten aufweist. Weiter vorgesehen sind ein Anordnen eines Halbleiterchips in einem Zwischenbereich zwischen den
Leiterabschnitten und ein Befestigen des Halbleiterchips an den Leiterabschnitten durch Ausbilden einer Abdeckstruktur, wobei
die Abdeckstruktur die Leiterabschnitte an einer ersten Seite und den Halbleiterchip an einer ersten Chipseite bedeckt. Des
Weiteren werden Kontaktstrukturen ausgebildet, welche an einer zur ersten Seite entgegengesetzten zweiten Seite mit den
Leiterabschnitten und an einer zur ersten Chipseite entgegengesetzten zweiten Chipseite mit dem Halbleiterchip verbundensind.
Ein weiterer Schritt ist ein Biegen der Leiterabschnitte, so dass die Leiterabschnitte einen Teilabschnitt neben dem
Zwischenbereich und einen zu dem Teilabschnitt versetzten Anschlussabschnitt aufweisen. Ferner wird eine Formmasse in einem
Bereich zwischen den gebogenen Leiterabschnitten und seitlich der Leiterabschnitte angeordnet, so dass ein die Formmasse und
die Abdeckstruktur aufweisendes Gehéduse gebildet wird, bei welchem die Anschlussabschnitte von auflen zugénglich sind. Die
Erfindung betrifft dariiber hinaus ein obertlachenmontierbares Halbleiterbauelement und eine Anzeigevorrichtung,
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HERSTELLUNG EINES HALBLEITERBAUELEMENTS

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel-
len eines oberflachenmontierbaren Halbleiterbauelements. Die
Erfindung betrifft des Weiteren ein oberflachenmontierbares

Halbleiterbauelement und eine Anzeigevorrichtung.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2016 106 270.7, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Bei GroRveranstaltungen wie zum Beispiel Konzerten sowie auch
in modernen Arenen und Stadien werden sogenannte Videowande
eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Anzeigefldchen, welche
aus mehreren Anzeigemodulen aufgebaut sind. Ein Anzeigemodul
weist eine Leiterplatte auf, auf welcher eine Mehrzahl an
lichtemittierenden Halbleiterbauelementen angeordnet ist. Die
Halbleiterbauelemente sind in Form von Leuchtdioden (LEDs,

Light Emitting Diode) verwirklicht.

Fir Anwendungen im Outdoor-Bereich ist es erforderlich, die
elektrischen Anschliisse der lichtemittierenden Halbleiterbau-
elemente vor auBeren Umwelteinfliissen zu schiitzen. Eine iUbli-
che MaBnahme besteht darin, auf einer Leiterplatte eines Mo-
duls ein schiitzendes Vergussmaterial in Bereichen zwischen
den Halbleiterbauelementen anzuordnen (Potting). Derzeit sind
Anzeigemodule von Videowadnden hauptsdchlich mit sogenannten
Through-Hole-LEDs aufgebaut. Diese Bauelemente weisen einen
Plastikkorper auf, aus welchem Anschlussbeinchen ragen. Der
Plastikkodrper kann eine Hohe von zum Reispiel mehr als 3mm
aufweisen. Infolgedessen kann ein Verguss mit einer geforder-

ten Dicke von zum Beispiel 2mm ausgebildet werden.

LEDs, welche in Form von oberflidchenmontierbaren Halbleiter-
bauelementen (SMT-Bauelementen, Surface Mounting Technology)

verwirklicht sind, weisen in der Regel einen Premold-Trager
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mit einem von einem Kunststoffgehduse umgebenen Leiterrahmen
auf. Das Gehause umfasst eine Kavitat, innerhalb derer ein
oder mehrere LED-Chips auf dem Leiterrahmen angeordnet sind.
Derartige Bauelemente weisen eine geringe Bauhohe auf. Bei-
spielsweise liegt zwischen dem Leiterrahmen und einer Vorder-
seite des Gehauses iUblicherweise ein Abstand von hodochstens
Imm vor. Bei dieser Bauform kann der Schutzverguss auf der
Leiterplatte eines Anzeigemoduls folglich nicht in der ge-
wiunschten Dicke verwirklicht werden. Dies fuhrt dazu, dass

SMT-Produkte nur in Spezialfadllen zum Einsatz kommen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
verbessertes oberfldchenmontierbares Halbleiterbauelement,
ein dazugehtoriges Herstellungsverfahren sowie eine Anzeige-

vorrichtung anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhangigen Pa-
tentanspriiche geldst. Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen

der Erfindung sind in den abhédngigen Anspriichen angegeben.

Gemal einem Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zum Her-
stellen eines oberflachenmontierbaren Halbleiterbauelements
vorgeschlagen. Das Verfahren umfasst ein Bereitstellen eines
Leiterahmens. Der Leiterrahmen weist ein Paar aus zwel gegen-
iberliegend angeordneten Leiterabschnitten auf. Weiter vorge-
sehen sind ein Anordnen eines Halbleiterchips in einem Zwi-
schenbereich zwischen den Leiterabschnitten und ein Befesti-
gen des Halbleiterchips an den Leiterabschnitten durch Aus-
bilden einer Abdeckstruktur. Die Abdeckstruktur bedeckt die
Leiterabschnitte an einer ersten Seite und den Halbleiterchip
an einer ersten Chipseite. Des Weiteren werden Kontaktstruk-
turen ausgebildet. Die Kontaktstrukturen sind an einer zur
ersten Seite entgegengesetzten zweiten Seite mit den Leiter-
abschnitten und an einer zur ersten Chipseite entgegengesetz-
ten zweiten Chipseite mit dem Halbleiterchip verbunden. Ein
weiterer Schritt ist ein Biegen der Leiterabschnitte, so dass
die Leiterabschnitte einen Teilabschnitt neben dem Zwischen-

bereich und einen zu dem Teilabschnitt versetzten Anschluss-—
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abschnitt aufweisen. Ferner wird eine Formmasse in einem Be-
reich zwischen den gebogenen Leiterabschnitten und seitlich
der Leiterabschnitte angeordnet, so dass ein die Formmasse
und die Abdeckstruktur aufweisendes Gehduse gebildet wird,
bei welchem die Anschlussabschnitte von aulen zuganglich

sind.

Die Schritte des Verfahrens kénnen in der oben angegebenen
Reihenfolge durchgefiihrt werden, d.h. dass der metallische
Leiterrahmen bereitgestellt wird, nachfolgend der Halbleiter-
chip zwischen den Leiterabschnitten angeordnet und an den
Leiterabschnitten befestigt wird, anschlielend die Kontakt-
strukturen ausgebildet werden, nachfolgend die Leiterab-
schnitte gebogen werden, und im Anschluss hieran das Anordnen
der Formmasse zum Ausbilden des Gehduses erfolgt. Durch das
Ausbilden des Gehduses kann das Halbleiterbauelement fertig-

gestellt werden.

Bei dem mit Hilfe des Verfahrens hergestellten Hableiterbau-
element kann der Halbleiterchip innerhalb des Gehduses ange-
ordnet sein. Auch kann sich der Halbleiterchip im BRereich
bzw. nahe einer Vorderseite des Gehauses und damit des Halb-
leiterbauelements befinden. Die Anschlussabschnitte der gebo-
genen Leiterabschnitte koénnen sich im Bereich einer zu der
Vorderseite entgegengesetzten Riickseite befinden. Von den
Leiterabschnitten kénnen lediglich die Anschlussabschnitte
freigestellt und dadurch zugadnglich sein. Die Leiterabschnit-
te, welche Uber die Kontaktstrukturen elektrisch mit dem
Halbleiterchip verbunden sind, koénnen als Kathode und Anode
fiir den Halbleiterchip dienen. Uber die Anschlussabschnitte
der Leiterabschnitte kann dem Halbleiterbauelement und damit
dem Halbleiterchip elektrische Energie zugefihrt werden. Mit
Hilfe der Anschlussabschnitte kann das Halbleiterbauelement
im Rahmen einer Oberfldchenmontage (SMT, Surface Mounting
Technology) auf Anschliissen einer Tragervorrichtung wie zum

Beispiel einer Leiterplatte montiert werden.
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Im Folgenden werden weitere mdgliche Details und Ausfithrungs-
formen nadher beschrieben, welche fir das Verfahren und fir
das gemal dem Verfahren hergestellte Halbleiterbauelement in

Betracht kommen konnen.

Die Formmasse kann ein Kunststoffmaterial aufweisen. Auch die
Abdeckstruktur kann ein Kunststoffmaterial aufweisen. Moglich
ist auch eine Ausgestaltung der Abdeckstruktur aus mehreren
Kunststoffmaterialien. In dieser Hinsicht kann die Ab-
deckstruktur aus mehreren Schichten hergestellt werden, wobei
eine Schicht der Abdeckstruktur vor und eine weitere Schicht
der Abdeckstruktur nach dem Anordnen des Halbleiterchips aus-
gebildet werden kann. Hierauf wird weiter unten noch naher

eingegangen.

Das Anordnen der Formmasse in dem Bereich zwischen den gebo-
genen Leiterabschnitten und seitlich der Leiterabschnitte
kann mit Hilfe eines Formprozesses (Moldprozess) durchgefiithrt

werden.

Das Biegen der Leiterabschnitte kann derart erfolgen, dass
der neben dem Zwischenbereich und damit neben dem Halbleiter-
chip befindliche Teilabschnitt eines Leiterabschnitts jeweils
einen grolen Abstand zu dem hierzu hdhenversetzten Anschluss-
abschnitt aufweist. Auf diese Weise kann das Halbleiterbau-
element mit einer groBen Dicke bzw. Bauhdhe hergestellt wer-
den. Moglich ist zum Beispiel eine Rauhdhe von wenigstens

2mm.

Eine groBe Bauhohe kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn
mit Hilfe des Verfahrens ein strahlungsemittierendes Halblei-
terbauelement hergestellt wird. In einer solchen Ausfihrungs-
form ist der verwendete Halbleiterchip ein strahlungsemittie-
renden Halbleiterchip. Der Halbleiterchip kann zum BReispiel

ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip) sein.

Das strahlungsemittierende Halbleiterbauelement kann zum Bei-

spiel als Lichtquelle bei einer Anzeigevorrichtung zum Ein-
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satz kommen. Eine groRe Bauhohe bietet die Mdglichkeit, seit-
lich neben dem Halbleiterbauelement ein schiitzendes Verguss-
material mit einer grolen Dicke vorzusehen. Die Anordnung des
Halbleiterchips im Bereich der Vorderseite des Halbleiterbau-
elements ermdglicht dariber hinaus einen effizienten Leucht-
betrieb.

Bei dem bereitgestellten Leiterrahmen koénnen die Leiterab-
schnitte von oben betrachtet eine Streifenform aufweisen.
Nach dem Biegen ko&nnen die neben dem Zwischenbereich befind-
lichen Teilabschnitte der Leiterabschnitte in einer gemeinsa-
men Ebene angeordnet sein. In gleicher Weise kdnnen die An-
schlussabschnitte der Leiterabschnitte in einer hierzu ver-
setzten gemeinsamen Ebene angeordnet sein. Die Leiterab-
schnitte konnen ferner jeweils einen Verbindungsabschnitt
aufweisen, Uber welchen der neben dem Zwischenbereich befind-
liche Teilabschnitt mit dem Anschlussabschnitt verbunden ist.
Nach dem Biegen kénnen des Weiteren lediglich die neben dem
Zwischenbereich befindlichen Teilabschnitte der Leiterab-

schnitte mit der Abdeckstruktur bedeckt sein.

In einer weiteren Ausfihrungsform weisen die Leiterabschnitte
durch das Biegen eine stufenfdrmige Gestalt auf. Dadurch ist
es moglich, das Halbleiterbauelement mit einer kompakten Bau-
form mit geringen lateralen Abmessungen zu verwirklichen.
Hierbei konnen die vorstehend beschriebenen Verbindungsab-
schnitte der Leiterabschnitte senkrecht zu den neben dem Zwi-
schenbereich befindlichen Teilabschnitten und den Anschluss-

abschnitten verlaufen.

In dem Biegeschritt konnen die Leiterabschnitte seitlich der
Abdeckstruktur in eine Richtung gebogen werden, in welche die
zweite Chipseite des Halbleiterchips weist. Des Weiteren kon-
nen die Leiterabschnitte an einem Ende seitlich nach aulien

gebogen werden, um die Anschlussabschnitte zu bilden.

Die Vorderseite des nach dem Aufbringen der Formmasse vorlie-

genden Gehduses kann im Wesentlichen durch die Abdeckstruktur
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gebildet sein. Am Rand kann die Vorderseite wenigstens zum
Teil durch die Formmasse gebildet sein. Die Riickseite des Ge-
hduses kann durch die Formmasse gebildet sein. Das Gehéduse
kann des Weiteren sich zwischen der Vorderseite und der Rick-
seite erstreckende Seitenwande aufweisen. Die Seitenwédnde
kénnen durch die Formmasse bzw. im Wesentlichen durch die
Formmasse gebildet sein. Gegebenenfalls kdnnen die Seitenwan-
de oder kann ein Teil der Seitenwande im Bereich der Vorder-

seite durch die Abdeckstruktur gebildet sein.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist die Abdeckstruktur
eine erste und eine zweite Abdeckschicht auf. Ferner werden
das Anordnen des Halbleiterchips und das Ausbilden der Ab-
deckstruktur wie folgt durchgefithrt. Vor dem Anordnen des
Halbleiterchips wird die erste Abdeckschicht ausgebildet.
Dies erfolgt derart, dass die erste Abdeckschicht mit den
Leiterabschnitten verbunden ist. Die erste Abdeckschicht
weist eine Offnung auf. AnschlieBend wird der Halbleiterchip
im Bereich der Offnung der ersten Abdeckschicht angeordnet.
Nachfolgend wird die zweite Abdeckschicht im Bereich der Off-
nung der ersten Abdeckschicht ausgebildet. Dies erfolgt der-
art, dass die zweite Abdeckschicht mit dem Halbleiterchip und
mit der ersten Abdeckschicht verbunden ist. Auf diese Weise
ist der Halbleiterchip iber die zweite Abdeckschicht an der
ersten Abdeckschicht befestigt, welche ihrerseits an den Lei-

terabschnitten befestigt ist.

Die erste Abdeckschicht kann von oben betrachtet eine Rahmen-
form aufweisen. Auch kann die erste Abdeckschicht den Zwi-
schenbereich zwischen den Leiterabschnitten umschlieBen. Des
Weiteren kann die erste Abdeckschicht derart ausgebildet wer-
den, dass die Leiterabschnitte zum Teil an der ersten Seite
mit der ersten Abdeckschicht bedeckt und seitlich am Rand von
der ersten Abdeckschicht umgeben sind. Die zweite Seite der
Leiterabschnitte kann frei von der ersten Abdeckschicht blei-
ben. Der Halbleiterchip kann innerhalb der Offnung der ersten
Abdeckschicht angeordnet werden. Die zweite Abdeckschicht

kann ebenfalls innerhalb der Offnung der ersten Abdeckschicht
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ausgebildet werden, und zwar derart, dass die zweite Abdeck-
schicht innenseitig an die erste Abdeckschicht angrenzt und
die erste Chipseite des Halbleiterchips bedeckt. Auch Seiten-
flanken des Halbleiterchips kdnnen wenigstens zum Teil mit

der zweiten Abdeckschicht bedeckt sein.

Die erste und zweite Abdeckschicht kodonnen jeweils ein Kunst-
stoffmaterial aufweisen. Die erste Abdeckschicht kann zum
Beispiel mit Hilfe eines Formprozesses (Moldprozess) ausge-
bildet werden. Die zweite Abdeckschicht kann zum Beispiel mit
Hilfe eines Druckprozesses oder durch VergieBen ausgebildet

werden.

In Bezug auf die Herstellung eines strahlungsemittierenden
Halbleiterbauelements kann die zweite Abdeckschicht als Fens-
ter zur Strahlungsemission dienen. In diesem Sinne ist gemal
einer weiteren Ausfiihrungsform vorgesehen, dass die zweite

Abdeckschicht ein transparentes Kunststoffmaterial aufweist.

In einer weiteren Ausfiihrungsform weist die erste Abdeck-
schicht ein schwarzes Kunststoffmaterial auf. Dadurch ist ein
Leuchtbetrieb des strahlungsemittierenden Halbleiterbauele-

ments mit hohem Kontrast mdglich.

Ein Leuchtbetrieb mit hohem Kontrast kann gemidll einer weite-
ren Ausfithrungsform dadurch begiinstigt werden, dass die Form-
masse ein schwarzes Kunststoffmaterial aufweist. Hierbei kann
es sich um dasselbe Material handeln, aus welchem auch die

erste Abdeckschicht ausgebildet wird.

Der Halbleiterchip kann Kontakte an der zweiten Chipseite
aufweisen, an welche die Kontaktstrukturen angeschlossen wer-
den. Als Kontaktstrukturen kdénnen zum Beispiel Bonddrahte zur

Anwendung kommen.

In einer weiteren Ausfiihrungsform, welche bei der Herstellung
eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauelements in Be-

tracht kommen kann, wird nach dem Ausbilden der Kontaktstruk-
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turen eine reflektierende Masse auf dem Halbleiterchip im Be-
reich der zweiten Chipseite aufgebracht. Die reflektierende
Masse kann nicht nur auf dem Halbleiterchip, sondern auch
seitlich des Halbleiterchips auf der Abdeckstruktur aufge-
bracht werden. Bei dem Halbleiterbauelement kann der Halb-
leiterchip zusammen mit der reflektierenden Masse innerhalb
des Gehduses angeordnet sein. Die reflektierende Masse, wel-
che im Leuchtbetrieb als Reflektor dienen kann, kann ein

Grundmaterial und darin eingebettete Streupartikel aufweisen.

Das Halbleiterbauelement kann gegebenenfalls mit einem zu-
satzlichen Konversionsmaterial hergestellt werden, so dass im
Leuchtbetrieb eine von dem Halbleiterchip erzeugte primare
Lichtstrahlung wenigstens teilweise in eine sekunddre Licht-
strahlung umgewandelt werden kann. Zu diesem Zweck kann eine
Konversionsschicht zur Strahlungskonversion auf dem Halb-
leiterchip aufgebracht werden. Ferner ist es mdéglich, bei der
Ausgestaltung der Abdeckstruktur mit der ersten und zweiten
Abdeckschicht die zweite Abdeckschicht als Konversionsschicht
zur Strahlungskonversion auszubilden. Zu diesem Zweck kann
die zweite Abdeckschicht aus einem transparenten Grund- bzw.
Kunststoffmaterial mit darin eingebetteten Leuchtstoffparti-

keln ausgebildet werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform weisen die Leiterabschnitte
eine Aussparung zur Verankerung der Abdeckstruktur auf. Auf
diese Weise kann ein Abldsen der Abdeckstruktur von den Lei-
terabschnitten wédhrend der Herstellung sowie im Betrieb des
fertigen Halbleiterbauelements verhindert werden. Bei der
Ausgestaltung der Abdeckstruktur mit der ersten und zweiten
Abdeckschicht kann die erste Abdeckschicht in die Aussparun-
gen der Leiterabschnitte eingebracht und dadurch verankert

werden.

Das zu Beginn des Verfahrens durchgefiihrte Bereitstellen des
Leiterrahmens kann ein Strukturieren einer metallischen Aus-
gangsschicht umfassen. Das Strukturieren kann zum Beispiel

durch einen mechanischen Prozess wie zum Beispiel Stanzen o-
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der auch durch Atzen erfolgen. Im Rahmen des Bereitstellens
kann der Leiterrahmen gegebenenfalls zusatzlich mit einer me-
tallischen BReschichtung versehen werden. Dies kann zum Bei-

spiel durch Elektroplattieren erfolgen.

Der bereitgestellte Leiterrahmen kann zusdtzlich zu den Lei-
terabschnitten weitere Bestandteile aufweisen. Hierbei konnen

folgende Ausgestaltungen zur Anwendung kommen.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist der bereitgestellte
Leiterrahmen Befestigungsabschnitte auf, und werden die Ab-
deckstruktur und das Gehaduse an die Befestigungsabschnitte
heranreichend ausgebildet. Des Weiteren werden die Leiterab-
schnitte von dem Leiterrahmen getrennt. Der Trennschritt,
durch welchen die zuvor iUber den Leiterrahmen kurz geschlos-
senen Leiterabschnitte elektrisch getrennt werden kénnen,
kann vor dem Biegen der Leiterabschnitte durchgefihrt werden.
Hierbei kann die Anordnung umfassend die getrennten Leiterab-
schnitte, die Abdeckstruktur und den Halbleiterchip Uber die
an die Befestigungsabschnitte heranreichende Abdeckstruktur
an dem Leiterrahmen gehalten werden. In gleicher Weise kann
das nach dem Biegen der Leiterabschnitte und nach dem Auf-
bringen der Formmasse vorliegende Halbleiterbauelement bzw.
dessen Gehduse liber die Befestigungsabschnitte an dem Leiter-
rahmen gehalten werden. In diesem Zustand kann das fertigge-
stellte Halbleiterbauelement mechanisch durch Herausdriicken

von dem Leiterrahmen separiert werden.

Bei der Ausgestaltung der Abdeckstruktur mit der ersten und
zweiten Abdeckschicht kann die erste Abdeckschicht an die Be-

festigungsabschnitte heranreichend ausgebildet werden.

Der bereitgestellte Leiterrahmen kann des Weiteren ein Rah-
menteil aufweisen, welches mit den Leiterabschnitten verbun-
den ist und welches die Leiterabschnitte umschlielt. Die Lei-
terabschnitte kénnen sich innerhalb des Rahmenteils aufeinan-
der zu erstrecken. Hierbei kann das oben beschriebene Trennen

der Leiterabschnitte von dem Leiterrahmen durch Entfernen von
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mit den Leiterabschnitten verbundenen Bestandteilen des Rah-
menteils verwirklicht werden. Auch ist es mdglich, dass das
Rahmenteil die oben genannten Befestigungsabschnitte auf-

weist.

Mit Hilfe des Verfahrens kann nicht nur ein Halbleiterbauele-
ment, sondern kann eine Mehrzahl baugleicher Halbleiterbau-
elemente im Verbund hergestellt werden. In diesem Zusammen-
hang kann die oben genannte Ausgestaltung mit dem Rahmenteil
zur Anwendung kommen. Flr jedes herzustellende Halbleiterbau-
element kann der bereitgestellte Leiterrahmen ein mit Leiter-
abschnitten verbundenes Rahmenteil aufweisen. Die Rahmenteile
kénnen lber weitere Abschnitte des Leiterrahmens miteinander
verbunden sein. Nach dem Bereitstellen des Leiterrahmens kén-
nen die Halbleiterbauelemente in gemeinsamer Weise herge-
stellt werden. Die fertig gestellten Halbleiterbauelemente
kéonnen lber die oben erlauterten Befestigungsabschnitte an
dem Leiterrahmen gehalten werden. Durch Herausdriicken konnen
die Halbleiterbauelemente von dem Leiterrahmen getrennt und

dadurch voneinander separiert werden.

Das mit dem Verfahren hergestellte Halbleiterbauelement kann
ein Einzelchip-Bauelement sein, welches lediglich einen Halb-
leiterchip aufweist. Bei dieser Ausgestaltung kann der Lei-
terrahmen in Bezug auf das herzustellende Halbleiterbauele-
ment mit einem zugehdrigen Paar aus zwei gegeniiberliegend an-

geordneten Leiterabschnitten bereitgestellt werden.

Darliber hinaus kann das hergestellte Halbleiterbauelement ein
Multichip-Bauelement sein, welches mehrere Halbleiterchips
aufweist. Die mehreren Halbleiterchips kénnen einzeln ansteu-
erbar sein. Das Verfahren kann in diesem Zusammenhang wie

folgt durchgefihrt werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist der bereitgestellte
Leiterrahmen mehrere Paare aus zweil gegenliberliegend angeord-
neten Leiterabschnitten auf, zwischen welchen der Zwischenbe-

reich vorhanden ist. Des Weiteren werden mehrere und den ein-
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zelnen Paaren aus Leiterabschnitten zugeordnete Halbleiter-
chips in dem Zwischenbereich angeordnet und durch das Ausbil-
den der Abdeckstruktur an den Leiterabschnitten befestigt.
Durch das Ausbilden von Kontaktstrukturen werden die mehreren
Halbleiterchips mit den zugehérigen Paaren aus Leiterab-
schnitten elektrisch verbunden. In dem Biegeschritt werden
die Leiterabschnitte der mehreren Paare gebogen, so dass die
Leiterabschnitte jeweils einen Teilabschnitt neben dem Zwi-
schenbereich und einen zu dem Teilabschnitt versetzten An-
schlussabschnitt aufweisen. Die Formmasse wird in einem Be-
reich zwischen den gebogenen Leiterabschnitten und seitlich
der Leiterabschnitte der mehreren Paare angeordnet. Bei dem
hierdurch gebildeten Gehaduse des Multichip-Bauelements sind
die Anschlussabschnitte der Leiterabschnitte der mehreren

Paare ebenfalls von aulen zuganglich.

In Bezug auf die Herstellung eines Multichip-Rauelements kon-
nen dieselben Ausgestaltungen zur Anwendung kommen, wie sie
oben erlautert wurden. In diesem Zusammenhang kodnnen Aspekte
und Details, welche fiir einen Halbleiterchip und flir ein Paar
aus Leiterabschnitten genannt sind, in entsprechender Weise
fiir die mehreren Halbleiterchips und fir die mehreren Paare

aus Leiterabschnitten des Multichip-Bauelements zutreffen.

So kann die Abdeckstruktur die Leiterabschnitte der mehreren
Paare an einer ersten Seite und die mehreren Halbleiterchips
an einer ersten Chipseite bedecken. Die Kontaktstrukturen,
welche als Bonddrahte ausgefiihrt sein kénnen, kdnnen an der
zUur ersten Seite entgegengesetzten zweiten Seite an die Lei-
terabschnitte und an Kontakte der mehreren Halbleiterchips an
der zur ersten Chipseite entgegengesetzten zweiten Chipseite
angeschlossen werden. Die Halbleiterchips kdnnen strahlungse-
mittierende Halbleiterchips, zum Beispiel LED-Chips, sein, so
dass das Multichip-Bauelements ein strahlungsemittierendes
Bauelement ist. Bei dem durch das Aufbringen der Formmasse
gebildeten Gehduse kénnen sich die innerhalb des Gehéduses an-
geordneten Halbleiterchips im Bereich der Vorderseite, und

die von aulen zuganglichen Anschlussabschnitte der Leiterab-
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schnitte im Bereich der Riuckseite des Gehduses befinden. Das
Multichip-Bauelement kann mit einer Bauhdhe von wenigstens

2mm verwirklicht werden.

Bei dem bereitgestellten Leiterrahmen koénnen die Leiterab-
schnitte der mehreren Paare von oben betrachtet eine Strei-
fenform aufweisen. Ferner kénnen die Leiterabschnitte mit ei-
ner Aussparung zur Verankerung der Abdeckstruktur ausgebildet
sein, und durch das Biegen in eine stufenfdormige Gestalt ge-
bracht werden. Des Weiteren kann der Leiterrahmen ein Rahmen-
teil aufweisen, welches mit den Leiterabschnitten der mehre-
ren Paare verbunden ist und die Leiterabschnitte umschlieBt.
Hierbei kénnen sich die Leiterabschnitte der mehreren Paare
innerhalb des Rahmenteils aufeinander zu erstrecken. Das Rah-
menteil kann ferner Befestigungsabschnitte aufweisen, an wel-
che die Abdeckstruktur und das Gehduse heranreichend ausge-
bildet werden konnen. Die Leiterabschnitte der mehreren Paare
kénnen vor dem Biegen von dem Leiterrahmen getrennt werden,
indem mit den Leiterabschnitten verbundene Bestandteile des
Rahmenteils entfernt werden. Auf diese Weise konnen samtliche
Leiterabschnitte elektrisch voneinander getrennt werden.
Hierdurch konnen die Leiterabschnitte der mehreren Paare bei
dem fertiggestellten Multichip-Bauelement als Kathoden und
Anoden der zugehorigen Halbleiterchips dienen, und kdnnen die
Halbleiterchips unabhdngig voneinander lber die Anschlussab-
schnitte der Leiterabschnitte mit elektrischer Energie ver-

sorgt und dadurch einzeln angesteuert werden.

In entsprechender Weise kann die Abdeckstruktur eine erste

und zweite Abdeckschicht aufweisen, und kann das Anordnen der
mehreren Halbleiterchips und das Ausbilden der Abdeckstruktur
wie folgt durchgefiihrt werden. Zunadchst kann die erste Ab-

deckschicht mit der Offnung ausgebildet werden. Die erste Ab-
deckschicht kann mit den Leiterabschnitten der mehreren Paare
verbunden sein und den Zwischenbereich zwischen den Leiterab-
schnitten umschlieBen. AnschlieRend kénnen die mehreren Halb-
leiterchips im Bereich bzw. innerhalb der Offnung der ersten

Abdeckschicht angeordnet werden. Nachfolgend kann die zweite
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Abdeckschicht im Bereich bzw. innerhalb der Offnung der ers-
ten Abdeckschicht ausgebildet werden, so dass die zweite Ab-
deckschicht mit den mehreren Halbleiterchips und mit der ers-

ten Abdeckschicht verbunden ist.

Bei der Herstellung eines strahlungsemittierenden Multichip-
Bauelements kann nach dem Ausbilden der Kontaktstrukturen
ferner eine reflektierende Masse auf den mehreren Halbleiter-

chips im Bereich der zweiten Chipseite aufgebracht werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist der bereitgestellte
Leiterrahmen drei Paare aus zweil gegeniiberliegend angeordne-
ten Leiterabschnitten auf. Des Weiteren werden drei Halb-
leiterchips in dem Zwischenbereich angeordnet. Die drei Halb-
leiterchips sind zum Erzeugen von unterschiedlichen Licht-
strahlungen ausgebildet. Hierbei kann es sich zum Beispiel um
eine rote, eine griine und eine blaue Lichtstrahlung handeln.
Dadurch kann das auf diese Weise hergestellte Multichip-

Bauelement als RGB-Pixel verwendet werden.

Das Verfahren kann in entsprechender Weise zur Anwendung kom-
men, um eine Mehrzahl baugleicher Multichip-BRauelemente im

Verbund herzustellen. Hierzu kann der bereitgestellte Leiter-
rahmen fiir jedes herzustellende Halbleiterbauelement ein mit
mehreren Paaren aus Leiterabschnitten verbundenes Rahmenteil

aufweisen.

Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein oberfla-
chenmontierbares Halbleiterbauelement vorgeschlagen. Das
Halbleiterbauelement weist ein Paar aus zweil gegeniilberliegend
angeordneten Leiterabschnitten auf. Die Leiterabschnitte sind
durch einen Zwischenbereich getrennt. Die Leiterabschnitte
weisen eine gebogene Gestalt mit einem Teilabschnitt neben
dem Zwischenbereich und einem zu dem Teilabschnitt versetzten
Anschlussabschnitt auf. Das Halbleiterbauelement weist ferner
einen Halbleiterchip auf, welcher in dem Zwischenbereich zwi-
schen den Leiterabschnitten angeordnet ist. Des Weiteren

welist das Halbleiterbauelement eine Abdeckstruktur auf, wel-
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che die Leiterabschnitte an einer ersten Seite und den Halb-
leiterchip an einer ersten Chipseite bedeckt. Weitere Be-
standteile des Halbleiterbauelements sind Kontaktstrukturen,
welche an einer zur ersten Seite entgegengesetzten zweiten
Seite mit den Leiterabschnitten und an einer zur ersten Seite
entgegengesetzten zweiten Chipseite mit dem Halbleiterchip
verbunden sind. Eine weitere Komponente des Halbleiterbauele-
ments ist eine Formmasse, welche in einem Bereich zwischen
den gebogenen Leiterabschnitten und seitlich der Leiterab-
schnitte angeordnet ist. Hierbei bilden die Formmasse und die
Abdeckstruktur ein Gehiduse, bei welchem die Anschlussab-

schnitte von aullen zuganglich sind.

Das Halbleiterbauelement kann gemal dem oben erliauterten Ver-
fahren bzw. gemdal einer oder mehrerer der oben beschriebenen
Ausfihrungsformen des Verfahrens hergestellt sein. Flur das
Halbleiterbauelement sind dieselben Ausgestaltungen denkbar
und kénnen dieselben Vorteile in Betracht kommen, wie sie
oben erliautert wurden. Beispielsweise kann das Bauelement ein
Einzelchip-Bauelement oder ein Multichip-Bauelement sein. In
der zweiten Variante kann das Bauelement mehrere getrennt an-
steuerbare Halbleiterchips und mehrere, den einzelnen Halb-
leiterchips zugeordnete Paare aus gegeniberliegend angeordne-
ten gebogenen Leiterabschnitten aufweisen, welche iiber Kon-
taktstrukturen elektrisch mit den Halbleiterchips verbunden
sind. Die Abdeckstruktur kann die Leiterabschnitte der mehre-
ren Paare an der ersten Seite und die mehreren Halbleiter-
chips an der ersten Chipseite bedecken. Die Kontaktstrukturen
kébnnen an der entgegengesetzten zweiten Seite mit den Leiter-
abschnitten der mehreren Paare und an der entgegengesetzten

zweiten Chipseite mit den Halbleiterchips verbunden sein.

Ferner kann das Bauelement ein strahlungsemittierendes Halb-
leiterbauelement mit einem oder mehreren innerhalb des Gehau-
ses angeordneten strahlungsemittierenden Halbleiterchips
sein, und eine Bauhthe von zum Beispiel wenigstens 2mm auf-
weisen. Der Halbleiterchip oder die mehreren Halbleiterchips

konnen sich im Bereich der Vorderseite, und die Anschlussab-
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schnitte der Leiterabschnitte kénnen sich im Bereich der
Rickseite des Gehauses befinden. Von den Leiterabschnitten
kénnen lediglich die riickseitigen Anschlussabschnitte freige-
stellt und dadurch zugadnglich sein. Mit Hilfe der Anschluss-
abschnitte kann das Halbleiterbauelement auf Anschliissen ei-
ner Tragervorrichtung wie zum Beispiel einer Leiterplatte

montiert werden.

Des Weiteren kdénnen zum Beispiel einzelne oder mehrere der
folgenden Ausgestaltungen vorliegen. Die Leiterabschnitte
kénnen eine stufenformige Gestalt aufweisen. Die Abdeckstruk-
tur kann eine erste und eine zweite Abdeckschicht aufweisen.
Die erste Abdeckschicht kann eine Offnung aufweisen, in deren
Bereich bzw. innerhalb derer der Halbleiterchip oder die meh-
reren Halbleiterchips und die zweite Abdeckschicht angeordnet
sind. Ferner kann das Halbleiterbauelement eine innerhalb des
Gehduses angeordnete reflektierende Masse im Bereich der

zweliten Chipseite des bzw. der Halbleiterchip(s) aufweisen.

Gemdl einem weiteren Aspekt der Erfindung wird eine Anzeige-
vorrichtung vorgeschlagen. Die Anzeigevorrichtung weist eine
Leiterplatte, mehrere auf der Leiterplatte angeordnete Halb-
leiterbauelemente und ein Vergussmaterial auf. Das Vergussma-
terial ist auf der Leiterplatte in Bereichen neben und zwi-
schen den Halbleiterbauelementen angeordnet. Die Halbleiter-
bauelemente weisen den oben beschriebenen Aufbau bzw. einen
Aufbau gemal einer oder mehrerer der oben beschriebenen Aus-
fihrungsformen auf. Auch kdénnen die Halbleiterbauelemente ge-
mal dem oben erlauterten Verfahren bzw. gemal einer oder meh-
rerer der oben beschriebenen Ausfihrungsformen des Verfahrens
hergestellt sein. In Bezug auf die Verwendung bei der Anzei-
gevorrichtung kommen strahlungsemittierende Halbleiterbauele-
mente zum Einsatz. Daher sind die Halbleiterchips der Halb-

leiterbauelemente strahlungsemittierende Halbleiterchips.

Die Halbleiterbauelemente kodnnen eine Bauhthe von zum Bei-
spiel wenigstens 2mm aufweisen. In entsprechender Weise kann

das Vergussmaterial mit einer groRen Dicke auf der Leiter-
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platte ausgebildet werden. Auf diese Weise kénnen die An-
schlussabschnitte der Halbleiterbauelemente zuverldssig abge-
dichtet und damit sicher vor duleren Umwelteinfliissen ge-
schiitzt werden. Die Anordnung des bzw. der mehreren Halb-
leiterchips im Bereich der Vorderseite der Halbleiterbauele-
mente ermdglicht einen effizienten Leuchtbetrieb der Anzeige-

vorrichtung.

Fiir die Anzeigevorrichtung konnen einzelne oder mehrere der
folgenden Ausgestaltungen vorliegen. Die Anzeigevorrichtung
kann ein Modul fir eine Videowand sein. Auch kann die Anzei-
gevorrichtung fiir eine Anwendung im Outdoor-Bereich geeignet
sein. Die Halbleiterbauelemente konnen iUber die Anschlussab-
schnitte und ein elektrisch leitfahiges Verbindungsmittel
elektrisch und mechanisch mit Anschliissen der Leiterplatte
verbunden sein. Das Vergussmaterial kann ein Kunststoff- bzw.
Silikonmaterial sein. Des Weiteren kann das Vergussmaterial

eine schwarze Farbe aufweisen.

Die vorstehend erlauterten und/oder in den Unteranspriichen
wiedergegebenen vorteilhaften Aus- und Weiterbildungen der
Erfindung konnen - aulBer zum Beigspiel in Fallen eindeutiger
Abhdngigkeiten oder unvereinbare Alternativen - einzeln oder
aber auch in beliebiger Kombination miteinander zur Anwendung

kommen.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung, sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich in Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung von Ausfihrungsbei-
spielen, die im Zusammenhang mit den schematischen Zeichnun-

gen nadher erliutert werden. Es zeigen:

Figuren 1 bis 7 einen Verfahrensablauf zur Herstellung eines
oberflachenmontierbaren Halbleiterbauelements anhand wvon

seitlichen Darstellungen;
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Figuren 8 bis 15 Aufsichtsdarstellungen des Verfahrensab-

laufs, wobei ein Einzelchip-Bauelement hergestellt wird;

Figuren 16 bis 22 Aufsichtsdarstellungen des Verfahrensab-

laufs, wobei ein Multichip-Bauelement hergestellt wird; und

Figur 23 eine seitliche Darstellung einer Anzeigevorrichtung.

Anhand der folgenden schematischen Figuren werden mdgliche
Ausgestaltungen eines Verfahrens zum Herstellen eines ober-
flachenmontierbaren strahlungsemittierenden Halbleiterbauele-
ments beschrieben. Das Halbleiterbauelement, welches als
Lichtgquelle einer Anzeigevorrichtung im Outdoor-Bereich zur
Anwendung kommen kann, kann mit einem kompakten Aufbau und
einer groBen Bauhohe verwirklicht werden. Bei dem Verfahren
kénnen aus der Halbleitertechnik und aus der Fertigung elekt-
ronischer und optoelektronischer Bauelemente bekannte Prozes-
se durchgefihrt werden und koénnen in diesen Gebieten tbliche
Materialien zum Einsatz kommen, so dass hierauf nur teilweise
eingegangen wird. In gleicher Weise konnen zusatzlich zu ge-
zeigten und beschriebenen Prozessen weitere Prozesse durchge-
fihrt werden und kann das Bauelement zusatzlich zu gezeigten
und beschriebenen Komponenten mit weiteren Komponenten und
Strukturen gefertigt werden. Es wird ferner darauf hingewie-
sen, dass die Figuren lediglich schematischer Natur sind und
nicht maRstabsgetreu sind. In diesem Sinne kénnen in den Fi-
guren gezeigte Komponenten und Strukturen zum besseren Ver-

stédndnis iUbertrieben groll oder verkleinert dargestellt sein.

Mit Hilfe des Verfahrens kann sowohl ein Einzelchip-
Bauelement als auch ein Multichip-Rauelement hergestellt wer-
den. Im Folgenden wird zunachst auf die Herstellung eines
Einzelchip-Bauelements eingegangen. Die hierzu korrespondie-
rende Herstellung eines Multichip-Bauelements wird weiter un-

ten naher erlautert.

Das Verfahren kann zur parallelen Herstellung einer Vielzahl

baugleicher Halbleiterbauelemente eingesetzt werden. Hierbei
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wird ein zusammenhidngender Bauelementverbund gefertigt, aus
welchem nachfolgend separate Halbleiterbauelemente gewonnen
werden. In diesem Sinne zeigen die Figuren 1 bis 22 mit Aus-
nahme von Figur 8 einen Ausschnitt des Fertigungsverbunds im
Bereich von einem der hergestellten Bauelemente. Hier darge-
stellte Gegebenheiten liegen sich vielfach wiederholend in
dem Verbund vor. Die folgende BReschreibung, welche sich zum
Teil auf ein einzelnes Bauelement bezieht, trifft auf samtli-

che der verbundweise gefertigten Halbleiterbauelemente zu.

Die Figuren 1 bis 7 zeigen in einer seitlichen Schnittdar-
stellung ein Verfahren zum Herstellen eines oberfldachenmon-
tierbaren strahlungsemittierenden Halbleiterbauelements 100.
Zur besseren Veranschaulichung sind in den Figuren 8 bis 15
Verfahrenszustande in einer Aufsichtsdarstellung gezeigt. Die
folgende Beschreibung bezieht sich darauf, dass das herzu-
stellende Halbleiterbauelement 100 ein Einzelchip-Bauelement

ist.

Zu Beginn des Verfahrens wird ein metallischer Leiterrahmen
110 bereitgestellt. Wie in Figur 1 ausschnittsweise gezeigt
ist, weist der Leiterrahmen 110 ein Paar aus zwel gegeniiber-
liegend angeordneten Leiterabschnitten 120 auf. Bei dem her-
gestellten Halbleiterbauelement 100 dienen die beiden Leiter-
abschnitte 120 als Kathode und Anode fir einen Halbleiterchip
150. Die Leiterabschnitte 120, welche jeweils eine Aussparung
125 aufweisen, sind durch einen Zwischenbereich voneinander
getrennt. Mit Hilfe der Aussparungen 125 kann eine spater
ausgebildete Abdeckschicht 130 an den Leiterabschnitten 120
verankert werden. In Figur 1 sind erganzend entgegengesetzte
Hauptseiten des Leiterrahmens 110 mit den Bezugszeichen 221,
222 gekennzeichnet. Im Folgenden werden diese Seiten 221, 222

auch als erste Seite 221 und zweilite Seite 222 bezeichnet.

Der bereitgestellte Leiterrahmen 110 weist zusatzlich zu den
Leiterabschnitten 120 weitere Bestandteile auf, wie in den
Figuren 8, 9 in der Aufsicht dargestellt ist. In Figur 8 ist

ein Ausschnitt des Leiterrahmens 110 im Bereich von mehreren
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bzw. vier der herzustellenden Halbleiterbauelemente 100, und
in Figur 9 im Bereich von einem Halbleiterbauelement 100 ge-
zeigt. Flir jedes der Halbleiterbauelemente 100 weist der Lei-
terrahmen 110 ein Paar aus zweil Leiterabschnitten 120 und ein
mit den Leiterabschnitten 120 verbundenes und die Leiterab-
schnitte 120 umlaufendes rechteckiges Rahmenteil 114 auf. Die
beiden Leiterabschnitte 120, welche eine streifenfdrmige
ladngliche Aufsichtsform besitzen, erstrecken sich innerhalb

des dazugehdérigen Rahmenteils 114 aufeinander =zu.

Wie anhand der Figuren 8, 9 weiter deutlich, sind die Rahmen-
teile 114 iber Stege 111 mit weiteren, die Rahmenteile 114
rahmenfdrmig umschlielenden Abschnitten des Leiterrahmens 110
verbunden. Ferner erstrecken sich von jedem Rahmenteil 114
zwel weitere Leiterabschnitte 112 innerhalb des von dem je-
weiligen Rahmenteil 114 umschlossenen Bereichs in einer Rich-
tung senkrecht zu den Leiterabschnitten 120 aufeinander =zu.
Die Leiterabschnitte 112, welche im Laufe des Verfahrens zur
Befestigung eingesetzt werden, werden im Folgenden auch als

Befestigungsabschnitte 112 bezeichnet.

Zum Bereitstellen des Leiterrahmens 110 kann eine metallische
Ausgangsschicht bereitgestellt und anschlielend strukturiert
werden. Zum Strukturieren kann zum Beispiel ein Stanzprozess
oder auch ein Atzprozess durchgefilhrt werden. Gegebenenfalls
kann der Leiterrahmen 110 zusatzlich metallisch beschichtet
werden, zum Beispiel durch Elektroplattieren (jeweils nicht
dargestellt).

Fiir die Fertigung des Halbleiterbauelements 100 werden an-
schlieRBend weitere Schritte wie ein Anordnen eines strah-
lungsemittierenden Halbleiterchips 150 in dem Zwischenbereich
zwischen den Leiterabschnitten 120 und ein Befestigen des
Halbleiterchips 150 in dieser Position an den Leiterabschnit-
ten 120 durch Ausbilden einer Abdeckstruktur durchgefihrt.
Die Abdeckstruktur weist zwel Abdeckschichten 130, 140 auf.
Das Ausbilden der Abdeckschichten 130, 140 und das Anordnen
des Halbleiterchips 150 wird wie folgt durchgefiithrt.
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Zunachst wird, wie in den Figuren 2, 10 gezeigt ist, eine
erste Abdeckschicht 130 innerhalb des von dem Rahmenteil 114
umschlossenen Bereichs ausgebildet. Mit Bezug auf Figur 2
veranschaulicht Figur 10 eine Gegebenheit bei einer Betrach-
tung von unten, also bei Betrachtung der zweiten Seite 222
des Leiterrahmens 110. Anhand von Figur 10 wird deutlich,
dass die erste Abdeckschicht 130 eine rechteckig umlaufende
Rahmenform mit einer rechteckigen Offnung 135 aufweist. Auf-
grund der Offnung 135 ist der Zwischenbereich bzw. ist ein
Teil des Zwischenbereichs zwischen den Leiterabschnitten 120

weiterhin freigestellt.

Die Abdeckschicht 130 wird mit solchen Abmessungen ausgebil-
det, dass die beiden Leiterabschnitte 120 teilweise von der
Abdeckschicht 130 umschlossen werden und dadurch mit der Ab-
deckschicht 130 verbunden sind. Hierbei bedeckt die Abdeck-
schicht 130 die Leiterabschnitte 120 jeweils in einem Teilbe-
reich an der ersten Seite 221 des Leiterrahmens 110. Die
zwelte Seite 222 des Leiterrahmens 110 ist hingegen frei wvon
der Abdeckschicht 130. Die Leiterabschnitte 120 sind auch
seitlich am Rand zum Teil von der Abdeckschicht 130 umgeben.
Daher sind Randseiten der Leiterabschnitte 120 mit der Ab-
deckschicht 130 bedeckt. Dies gilt auch fir die im Bereich
der Offnung 135 einander zugewandten Randseiten der Leiterab-
schnitte 120, wie in Figur 2 dargestellt ist. Ferner sind die
Aussparungen 125 der Leiterabschnitte 120 mit der Abdeck-
schicht 130 verfillt, so dass die Abdeckschicht 130 an den

Leiterabschnitten 120 verankert ist.

Die rahmenférmige Abdeckschicht 130 wird dariber hinaus mit
solchen Abmessungen ausgebildet, dass die Abdeckschicht 130,
wie in Figur 10 angedeutet ist, an die Befestigungsabschnitte
112 heranreicht und die Befestigungsabschnitte 112 an einem
Ende iberlappt. Dadurch sind die Befestigungsabschnitte 112
an dieser Stelle teilweise von der Abdeckschicht 130 um-
schlossen und somit mit der Abdeckschicht 130 verbunden.

Hierbei sind die Befestigungsabschnitte 112 an der ersten
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Seite 221 des Leiterrahmens 110 und seitlich am Rand von der
Abdeckschicht 130 umgeben.

Die erste Abdeckschicht 130 wird aus einem schwarzen Kunst-
stoffmaterial ausgebildet. Das Ausbilden der Abdeckschicht
130 kann zum Beispiel mit Hilfe eines Formprozesses (Moldpro-
zess) durchgefihrt werden. Moglich ist zum Beispiel ein

Spritzgussprozess.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-

terbauelemente 100 wird flir jedes Bauelement 100 eine eigene
rahmenformige erste Abdeckschicht 130 innerhalb des zugehori-
gen Rahmenteils 114 ausgebildet. Hierbei konnen sdmtliche Ab-
deckschichten 130 der Halbleiterbauelemente 100 in einem ge-

meinsamen Formprozess ausgebildet werden.

AnschlieBend wird, wie in Figur 3 gezeigt ist, ein strah-
lungsemittierender Halbleiterchip 150 in dem Zwischenbereich
zwischen den Leiterabschnitten 120 bzw. innerhalb der Offnung
135 der ersten Abdeckschicht 130 positioniert (vgl. auch Fi-
gur 11). Bei diesem Prozess kann eine Tragerfolie 210 zum
Einsatz kommen, auf welcher sowohl der Halbleiterchip 150 als
auch der Leiterrahmen 110 angeordnet werden. Der Leiterrahmen
110 kann gegebenenfalls bereits vor dem Ausbilden der Abdeck-

schicht 130 auf der Tréagerfolie 210 angeordnet werden.

Der Halbleiterchip 150 kann zum Beispiel ein LED-Chip sein.
Der Halbleiterchip 150 kann dazu ausgebildet sein, eine
Lichtstrahlung mit einer vorgegebenen Farbe, zum BReispiel ei-
ne rote, eine griine oder eine blaue Lichtstrahlung, abzuge-
ben. Des Weiteren kann der Halbleiterchip 150 in Form eines
Volumenemitters mit einem transparenten Chipsubstrat aus zum

Beispiel Saphir verwirklicht sein (nicht dargestellt).

Der Halbleiterchip 150 weist zwei entgegengesetzte Hauptsei-
ten 251, 252 auf, welche im Folgenden auch als erste Chipsei-
te 251 und zweite Chipseite 252 bezeichnet werden. Die erste

Chipseite 251 kann eine Vorderseite, und die zweite Chipseite
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252 kann eine Rickseite des Halbleiterchips 150 sein. An der
zweliten Chipseite 252 weist der Halbleiterchip 150 zwei Kon-
takte 155 auf. Uber die beiden Kontakte 155 kann dem Halb-
leiterchip 150 elektrische Energie zur Strahlungserzeugung

zugefihrt werden.

Im Leuchtbetrieb kann der Halbleiterchip 150 eine Lichtstrah-
lung iUber die erste Chipseite 251 emittieren. Bei der Ausge-
staltung des Halbleiterchips 150 als Volumenemitter kann eine
Strahlungsemission auch iUber die zweite Chipseite 252 und
seitlich liber laterale Seitenflanken des Halbleiterchips 150

erfolgen.

Wie in Figur 3 gezeigt ist, werden der Halbleiterchip 150 mit
der zweiten Chipseite 252 und der Leiterrahmen 110 mit der
zweiten Seite 222 auf der Tréagerfolie 210 angeordnet. Hier-
durch weisen sowohl die erste Chipseite 251 und die erste
Seite 221 des Leiterrahmens 110 als auch die zweite Chipseite
252 und die zweite Seite 222 des Leiterahmens 110 in dberein-

stimmende Richtungen.

Nachfolgend wird, wie ebenfalls in Figur 3 dargestellt ist,
eine zweite Abdeckschicht 140 innerhalb der Offnung 135 der
ersten Abdeckschicht 130 ausgebildet. Die zweite Abdeck-
schicht 140 ist mit der ersten Abdeckschicht 130 und mit dem
Halbleiterchip 150 verbunden. Die zweite Abdeckschicht 140,
welche vorderseitig bindig mit der ersten Abdeckschicht 130
abschlieBen kann, grenzt innenseitig an die erste Abdeck-
schicht 130 an und bedeckt die erste Chipseite 251 des Halb-
leiterchips 150. Der Halbleiterchip 150 ist ferner seitlich
am Rand zum Teil von der zweiten Abdeckschicht 140 umgeben,
so dass die Seitenflanken des Halbleiterchips 150 zum Teil
mit der Abdeckschicht 140 bedeckt sind. In dieser Ausgestal-
tung reicht die Abdeckschicht 140 nicht bis zu der Tragerfo-
lie 210. Auf diese Weise kann ein nachfolgendes Abldsen der
Tragerfolie 210 von dem Leiterrahmen 110 erleichtert werden.
Alternativ ist es auch moéglich, die Abdeckschicht 140 an die

Tragerfolie 210 heranreichend auszubilden, so dass der Halb-
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leiterchip 150 seitlich vollstandig von der Abdeckschicht 140

umschlossen ist.

Die zweite Abdeckschicht 140, welche als strahlungsdurchlas-
siges Fenster bei dem hergestellten Halbleiterbauelement 100
dienen kann, kann aus einem transparenten Kunststoffmaterial,
zum Beigpiel einem klaren Silikonmaterial, ausgebildet wer-
den. Das Ausbilden der Abdeckschicht 140 kann zum Beispiel
mit Hilfe eines Druckprozesses durchgefiihrt werden. Mdglich

ist auch ein VergieBen wvon Material der Abdeckschicht 140.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-
terbauelemente 100 wird fiir jedes Bauelement 100 ein Halb-
leiterchip 150 in der Offnung 135 der zugehdrigen ersten Ab-
deckschicht 130 angeordnet. Des Weiteren wird in jeder Off-
nung 135 eine entsprechende zweite Abdeckschicht 140 ausge-
bildet.

AnschlieBend bzw. nach einem Aushdrten der zweiten Abdeck-
schicht (en) 140 wird die Tréagerfolie 210 entfernt. Hierdurch
werden die zweite Chipseite 252 und damit die beiden Kontakte
155 des Halbleiterchips 150 des herzustellenden Halbleiter-
bauelements 100 freigestellt. Daher konnen die Kontakte 155
in einem nachfolgenden Schritt, wie in den Figuren 4, 11 ge-
zeigt ist, elektrisch mit den beiden Leiterabschnitten 120
verbunden werden. Dies erfolgt mit Hilfe von Bonddrdhten 160,
welche an die Kontakte 155 des Halbleiterchips 150 und an der
zwelten Seite 222 des Leiterahmens 110 an die Leiterabschnit-
te 120 angeschlossen werden. Vor dem Drahtkontaktieren kann
der Leiterrahmen 110, wie in Figur 4 dargestellt ist, in eine
im Vergleich zu Figur 3 umgedrehte Stellung gebracht werden.
Mit Bezug auf Figur 4 veranschaulicht Figur 11 eine Gegeben-
heit bei einer Betrachtung von oben, also bei Betrachtung der
zweiten Seite 222 des Leiterahmens 110. Dies gilt auch flr

die Aufsichtsdarstellungen der Figuren 12 bis 14.

Im Anschluss hieran wird, wie in den Figuren 5, 12 darge-

stellt ist, eine reflektierende Masse 170 im Bereich der
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zweiten Chipseite 252 auf dem Halbleiterchip 150 aufgebracht,
mit welcher die Bonddrdhte 160 teilweise umschlossen werden.
Die reflektierende Masse 170 erstreckt sich auch seitlich des
Halbleiterchips 150. Hierbei sind die Seitenflanken des Halb-
leiterchips 150, die zweite Abdeckschicht 140 seitlich des
Halbleiterchips 150 und die erste Abdeckschicht 130 am Rand
der Offnung 135 mit der reflektierenden Masse 170 bedeckt.
Zur besseren Veranschaulichung sind in Figur 12 der Halb-
leiterchip 150 und die Offnung 135 der ersten Abdeckschicht
130 gestrichelt angedeutet.

Die reflektierende Masse 170, welche als Reflektor bei dem
hergestellten Halbleiterbauelement 100 dient, kann ein Grund-
material wie zum Beigspiel ein Silikonmaterial und darin ein-
gebettete Streupartikel aus zum Beispiel Ti02 umfassen (nicht
dargestellt). Zum Aufbringen der reflektierenden Masse 170
kann zum Beigspiel ein Dosier- bzw. Dispenseprozess durchge-

fihrt werden.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-
terbauelemente 100 werden die Kontakte 155 samtlicher Halb-
leiterchips 150 tber Bonddrédhte 160 elektrisch mit den dazu-
gehdrigen Leiterabschnitten 120 verbunden. Des Weiteren wird
im Bereich jedes Halbleiterchips 150 eine entsprechende re-

flektierende Masse 170 aufgebracht.

Ein weiterer bei der Herstellung des Halbleiterbauelements
100 durchgefihrter Schritt ist ein Biegen der beiden Leiter-
abschnitte 120, so dass jeder Leiterabschnitt 120, wie in Fi-
gur 6 dargestellt ist, eine stufenfdrmige Gestalt mit zwei
Biegungen bzw. Knicken aufweist und beide Leiterabschnitte
120 zusammen ein U-formiges Profil bilden. Diese Ausgestal-
tung ermdglicht einen kompakten Aufbau und eine groBe Bauhohe
des Halbleiterbauelements 100.

Vor dem Biegen werden die Leiterabschnitte 120 von dem Lei-
terrahmen 110 getrennt. Dadurch wird ferner erreicht, dass

die iUber den Leiterrahmen 110 kurzgeschlossenen Leiterab-
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schnitte 120 elektrisch voneinander getrennt werden. Hierzu
kébnnen, wie anhand von Figur 13 deutlich wird, mit den Lei-
terabschnitten 120 verbundene Bestandteile des Rahmenteils
114 entfernt werden mit der Folge, dass von dem Rahmenteil
114 lediglich zwei jeweils zwischen einem Steg 111 und einem
Befestigungsabschnitt 112 angeordnete lédngliche Teilabschnit-
te Ubrig bleiben. In diesem Zustand wird die Anordnung umfas-
send die zweil Leiterabschnitte 120, die Abdeckschichten 130,
140, den Halbleiterchip 150 und die reflektierende Masse 170
iber die mit der Abdeckschicht 130 verbundenen Befestigungs-
abschnitte 112 an dem Leiterrahmen 110 gehalten. Figur 13
veranschaulicht wie Figur 6 einen Verfahrenszustand nach dem

Biegen der Leiterabschnitte 120.

Bei dem Biegeschritt zum Ausbilden der Stufenform werden die
beiden Leiterabschnitte 120 seitlich der ersten Abdeckschicht
130 in eine Richtung gebogen, in welche auch die zweite Chip-
seite 252 des Halbleiterchips 150 weist, d.h. mit Bezug auf
Figur 6 nach oben. Des Weiteren werden die Leiterabschnitte
120 an einem Ende nach auBen gebogen. Hierdurch weisen die
Leiterabschnitte 120 jeweils einen von der ersten Abdeck-
schicht 130 bedeckten Teilabschnitt 121, am Ende einen zu dem
Teilabschnitt 121 hoéhenversetzten Teilabschnitt 123, und ei-
nen die beiden Teilabschnitte 121, 123 verbindenden und senk-
recht zu den Teilabschnitten 121, 123 verlaufenden Teilab-
schnitt 122 auf. Die endseitigen Teilabschnitte 123 der stu-
fenformigen Leiterabschnitte 120 dienen bei dem hergestellten
Halbleiterbauelement 100 als Anschliisse und werden daher im
Folgenden auch als Anschlussabschnitte 123 bezeichnet. Die
Teilabschnitte 122 werden im Folgenden auch als Verbindungs-
abschnitte 122 bezeichnet. Die Teilabschnitte 121 und die An-
schlussabschnitte 122 sind in zueinander versetzten Ebenen

angeordnet.

Zum Fertigstellen des Halbleiterbauelements 100 wird nachfol-
gend, wie in Figur 7 gezeigt ist, eine Formmasse 180 aus ei-
nem Kunststoffmaterial auf der Anordnung umfassend die zwei

gebogenen Leiterabschnitte 120, die Abdeckschichten 130, 140,
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den Halbleiterchip 150 und die reflektierende Masse 170 auf-
gebracht. Zu diesem Zweck kann ein Formprozess (Moldprozess)
durchgefithrt werden. Auf diese Weise wird ein die Formmasse
180 und die Abdeckstruktur aus den beiden Abdeckschichten
130, 140 umfassendes Kunststoffgehduse 190 bereitgestellt,
innerhalb dessen sich der Halbleiterchip 150 nebst reflektie-
render Masse 170 befindet. Bei dem Formprozess wird die Form-
masse 180 mit lateralen AuBenabmessungen aufgebracht, welche
im Wesentlichen mit den lateralen Aulenabmessungen der ersten
Abdeckschicht 130 {ibereinstimmen. Das Aufbringen der Formmas-
se 180 erfolgt ferner derart, dass von den Leiterabschnitten
120 lediglich die Anschlussabschnitte 123 freigestellt sind.
Als Formmasse 180 kann ein schwarzes Kunststoffmaterial ein-
gesetzt werden. Hierbei kann es sich um dasselbe Material
handeln, aus welchem auch die Abdeckschicht 130 ausgebildet

ist.

Das Gehéduse 190 weist zwel entgegengesetzte Hauptseiten 291,
292 auf, welche im Folgenden auch als Vorderseite 291 und
Rickseite 292 bezeichnet werden. Die Anschlussabschnitte 123
der beiden Leiterabschnitte 120 ragen an der Rickseite 292
aus dem Gehduse 190 heraus. Dadurch sind die Anschlussab-
schnitte 123 fir eine Kontaktierung frei zuganglich. Anhand
der Aufsichtsdarstellungen der Figuren 14, 15, welche eine
rickseitige Ansicht (Figur 14) und eine vorderseitige Ansicht
(Figur 15) des Halbleiterbauelements 100 zeigen, wird weiter
deutlich, dass das Gehause 190 eine rechteckige Aufsichtsform
mit vier lateralen Seitenwanden 295, 296 aufweist. In der ge-
zeigten Ausgestaltung besitzen die Seitenwande 295 eine klei-
nere Lange als die Seitenwande 296. Die Anschlussabschnitte
123 stehen seitlich nach auBen gegeniiber den Seitenwadnden 295

hervor.

Die Formmasse 180 wird zu einem groRen Teil in einem Bereich
zwischen den stufenfdormig gebogenen Leiterabschnitten 120 an-
geordnet, so dass die Leiterabschnitte 120, der in den Aus-
sparungen 125 der Leiterabschnitte 120 befindliche Teil der
ersten Abdeckschicht 130, die reflektierende Masse 170 und
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die Bonddrdhte 160 in diesem Bereich mit der Formmasse 180
bedeckt werden. Auch die Befestigungsabschnitte 112 des Lei-
terrahmens 110 werden an deren Ende an der zweiten Seite 222
des Leiterrahmens 110 mit der Formmasse 180 bedeckt, so dass
das Gehduse 190 an diesen Stellen Jjeweils eine einen Befesti-
gungsabschnitt 112 umschlieRfende Aussparung aufweist. Zur
Veranschaulichung dieser Ausgestaltung sind die umschlossenen
Enden der Befestigungsabschnitte 112 in den Figuren 14, 15
gestrichelt angedeutet. Daher wird auch das Gehause 190 iber
die Befestigungsabschnitte 112 an dem Leiterrahmen 110 gehal-
ten. In Figur 15 ist erganzend der von der zweiten Abdeck-
schicht 140 bedeckte und aufgrund der transparenten Ausge-
staltung der Abdeckschicht 140 sichtbare Halbleiterchip 150

angedeutet.

Die Formmasse 180 wird dariber hinaus auch seitlich bzw. au-
Benseitig der stufenfdrmigen Leiterabschnitte 120 angeordnet.
Hierbei wird die Formmasse 180, wie in Figur 7 dargestellt
ist, im Bereich der Anschlussabschnitte 123 und damit im Be-
reich der Seitenwande 295 mit im Vergleich zu der ersten Ab-
deckschicht 130 groReren lateralen Aullenabmessungen aufge-
bracht. Auf diese Weise werden die Verbindungsabschnitte 122
der Leiterabschnitte 120 in der Formmasse 180 eingebettet.
Die Vorderseite 291 des Gehaduses 190, welche im Wesentlichen
durch die beiden Abdeckschichten 130, 140 gebildet ist, weist
aufgrund dieser Ausgestaltung am Rand bzw. an den Seitenwan-
den 295 Teilbereiche der Formmasse 180 auf, welche bindig mit
der Abdeckschicht 130 abschlieRfen (vgl. die Figuren 7, 15).
Die Rickseite 292 des Gehduses 190, sowie auch die Seitenwan-
de 295, sind durch die Formmasse 180 gebildet. Die anderen
Seitenwdnde 296 des Gehauses 190 sind durch die Formmasse 180
und, im Bereich der Vorderseite 291, durch die Abdeckschicht
130 gebildet. Die Seitenwande 296 weisen die oben erlduterten
Aussparungen auf, in welchen die Enden der Befestigungsab-

schnitte 112 des Leiterrahmens 110 aufgenommen sind.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-

terbauvelemente 100 werden samtliche Leiterabschnitte 120 von
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dem Leiterrahmen 110 getrennt und anschlielend stufenfdrmig
gebogen. Auch werden flir samtliche Halbleiterbauelemente 100
entsprechende Gehduse 190 durch Aufbringen der Formmasse 180
ausgebildet. Hierbei kodnnen die Gehduse 190 der Halbleiter-
bauelemente 100 in gemeinsamer Weise in dem Formprozess aus-

gebildet werden.

Die auf diese Weise fertiggestellten Halbleiterbauelemente
100 bzw. deren Gehduse 190 werden Uber die Befestigungsab-
schnitte 112 (noch) an dem Leiterahmen 110 gehalten. Durch
Herausdriicken der Halbleiterbauelemente 100 aus dieser Hal-
teposition, wodurch die Befestigungsabschnitte 112 des Lei-
terrahmens 110 aus den Aussparungen der Gehduse 190 entfernt
werden, koénnen die Halbleiterbauelemente 100 von dem Leiter-

rahmen 110 getrennt und dadurch separiert werden.

Ein auf diese Weise hergestelltes lichtemittierendes Halblei-
terbauelement 100 weist eine quaderfdrmige Gestalt und den in
Figur 7 im Querschnitt gezeigten Aufbau mit dem Gehause 190,
dem Halbleiterchip 150, der reflektierenden Masse 170 und dem
Paar aus stufenformigen Leiterabschnitten 120 auf, welche
Uber die Bonddrahte 160 elektrisch mit den Kontakten 155 des
Halbleiterchips 150 verbunden sind. Die Leiterabschnitte 120
dienen als Kathode und Anode, um dem Halbleiterchip 150
elektrische Energie zur Strahlungserzeugung zuzufithren. Die
im Leuchtbetrieb von dem Halbleiterchip 150 erzeugte Licht-
strahlung kann iber die als Fenster dienende transparente Ab-
deckschicht 140 von dem Halbleiterbauelement 100 abgegeben
werden. Der Halbleiterchip 150 kann wie oben angegeben ein
Volumenemitter sein, so dass die von dem Halbleiterchip 150
erzeugte Strahlung lber die erste und zweite Chipseite 251,
252 und {iiber die Seitenflanken des Halbleiterchips 150 emit-
tiert werden kann. Hierbei kann die reflektierende Masse 170
als Reflektor zur Reflexion eines in Richtung der Formmasse
180 emittierten Teils der Strahlung dienen, wodurch dieser

nicht verloren geht.
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Von den Leiterabschnitten 120 sind lediglich die rilickseitigen
Anschlussabschnitte 123 freigestellt und damit zuganglich.
Diese dienen als Anschlisse, mit welchen das Halbleiterbau-
element 100 auf Gegenanschliissen einer Tragervorrichtung wie
zum Beigpiel einer Leiterplatte angeordnet werden kann. Auf-
grund der stufenfdérmigen Leiterabschnitte 120 kann das Halb-
leiterbauelement 100 eine groRe Bauhthe aufweisen. Moglich
ist zum Beispiel eine Rauhdhe von wenigstens 2mm. Dadurch
eignet sich das Halbleiterbauelement 100 zur Anwendung bei
einer Anzeigevorrichtung, wie weiter unten noch naher erlau-
tert wird. Da der Halbleiterchip 150 im Bereich bzw. nahe der
Vorderseite 291 des Gehduses 190 platziert ist, ist ein
Leuchtbetrieb mit einer hohen Effizienz mdglich. Durch die
schwarze Abdeckschicht 130 kann ferner ein hoher Kontrast er-

zielt werden.

Im Folgenden werden mdogliche Varianten und Abwandlungen des
zuvor erlauterten Verfahrensablaufs beschrieben. Ubereinstim-
mende Verfahrensschritte und Merkmale sowie gleiche und
gleich wirkende Komponenten werden im Folgenden nicht erneut
detailliert beschrieben. Fir Details hierzu wird stattdessen
auf die bevorstehende Beschreibung Bezug genommen. Des Weite-
ren kénnen Aspekte und Details, welche in Bezug auf eine Ver-
fahrensvariante genannt werden, auch in Bezug auf eine andere
Verfahrensvariante zur Anwendung kommen und kdnnen Merkmale
von zwel oder mehreren Ausgestaltungen miteinander kombiniert

werden.

In einer moglichen Abwandlung des Verfahrens kann der Form-
prozess zum Ausbilden des Gehauses 190 derart durchgefihrt
werden, dass die Anschlussabschnitte 123 abweichend von Figur
7 nicht gegeniiber der Gehduseriickseite 292 hervorstehen, son-
dern bindig mit der Rickseite 292 abschlieBen. Auch kann das
Gehduse 190 derart ausgebildet werden, dass die Anschlussab-
schnitte 123 abweichend von den Figuren 7, 14, 15 nicht seit-

lich gegeniiber den Seitenwanden 295 hervorstehen.
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Eine weitere mogliche Abwandlung besteht darin, die reflek-
tierende Masse 170 abweichend von den Figuren 5, 12 sich
seitlich weiter erstreckend aufzubringen. Auf diese Weise
kénnen zusatzlich die Leiterabschnitte 120 an der zweiten
Seite 222 des Leiterahmens 120 zum Teil mit der reflektieren-
den Masse 170 bedeckt werden, und konnen gegebenenfalls die
Bonddrahte 160 wvollstidndig von der reflektierenden Masse 170

umschlossen werden.

In einer weiteren Variante des Verfahrens kann die Formmasse
180 nicht nur im Bereich der Seitenwande 295, sondern auch im
Bereich der Seitenwdnde 296 mit im Vergleich zu der ersten
Abdeckschicht 130 groBeren lateralen AuBenabmessungen aufge-
bracht werden. Dadurch kann die Vorderseite 291 des Gehauses
190 abweichend von Figur 15 am Rand einen die Abdeckschicht
130 umlaufenden Teil der Formmasse 180 aufweisen. Auch kodnnen
die Seitenwande 295, 296 des Gehduses 190 ausschlieBlich

durch die Formmasse 180 gebildet sein.

Des Weiteren lasst sich das Verfahren derart durchfiihren,
dass das Gehduse 190 des Halbleiterbauelements 100 abweichend
von den Figuren 14, 15 eine quadratische bzw. im Wesentlichen

quadratische Aufsichtsform aufweist.

Wie oben angegeben wurde, kann der verwendete Halbleiterchip
150 zum Erzeugen einer roten, grinen oder blauen Lichtstrah-
lung ausgebildet sein. In entsprechender Weise kann das Halb-
leiterbauelement 100 im Leuchtbetrieb eine rote, griine oder
blaue Lichtstrahlung iber die transparente Abdeckschicht 140
abgeben. Abweichend hiervon kann das Halbleiterbauelement 100
auch zum Abgeben einer Lichtstrahlung mit einer anderen Farbe
ausgebildet werden. Zu diesem Zweck kann das Bauelement 100
zum Beispiel mit einem zusatzlichen Konversionsmaterial her-
gestellt werden, mit dessen Hilfe die von dem Halbleiterchip
150 erzeugte primare Lichtstrahlung wenigstens teilweise in
eine sekundare Lichtstrahlung umgewandelt werden kann. In
diesem Zusammenhang kann zum Beispiel ein Halbleiterchip 150

zum Erzeugen einer blauen Lichtstrahlung zum Einsatz kommen.
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Das verwendete Konversionsmaterial kann dazu ausgebildet
sein, die blaue Lichtstrahlung zum Teil in eine gelbe Licht-
strahlung umzuwandeln, so dass das Halbleiterbauelement 100
eine aus der Uberlagerung dieser Lichtstrahlungen hervorge-

hende weille Lichtstrahlung abgeben kann.

Zum Bewirken der Strahlungskonversion kann zum Beispiel eine
zusatzliche Konversionsschicht auf dem Halbleiterchip 150
aufgebracht werden, bevor das Aufbringen der zweiten Abdeck-
schicht 140 durchgefithrt wird. Mdglich ist es auch, die Ab-
deckschicht 140 selbst in Form einer Konversionsschicht aus-
zubilden. Hierzu kann die Abdeckschicht 140, uUber welche die
Lichtstrahlung des Halbleiterbauelements 100 abgegeben werden
kann, aus einem Grundmaterial wie zum Beispiel einem Silikon-
material und darin eingebetteten Leuchtstoffpartikeln ausge-
bildet werden.

Eine weitere Variante des Verfahrens besteht darin, einen
Halbleiterchip 150 in Form eines Oberflachenemitters einzu-
setzen. In dieser Bauform kann der Halbleiterchip 150 eine
Lichtstrahlung lediglich liber die erste Chipseite 251 emit-
tieren. Daher kann es in dieser Ausgestaltung ferner in Be-
tracht kommen, die reflektierende Masse 170 wegzulassen.
Hierdurch kann die Formmasse 180 abweichend von Figur 7 an
den Halbleiterchip 150 und die zweite Abdeckschicht 140 an-

grenzend aufgebracht werden.

In einer weiteren Abwandlung des Verfahrens wird ein
lichtemittierendes Halbleiterbauelement 100 in Form eines
Multichip-Bauelements hergestellt. Dies wird im Folgenden
ebenfalls anhand der seitlichen Schnittdarstellungen der Fi-
guren 1 bis 7, sowie anhand der Aufsichtsdarstellungen der
Figuren 16 bis 22 ndher erlautert. Das hergestellte Mul-
tichip-Bauelement 100 weist drei getrennt ansteuerbare Halb-

leiterchips 150 auf.
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Zu Beginn des Verfahrens wird ein metallischer Leiterrahmen
110 bereitgestellt, welcher ausschnittsweise in Figur 1 im
Querschnitt und in Figur 16 in der Aufsicht gezeigt ist.

Der Leiterrahmen 110 weist, korrespondierend zu den drei
Halbleiterchips 150 des herzustellenden Halbleiterbauelements
100, drei nebeneinander angeordnete und zueinander parallel
verlaufende Paare aus jeweils zweil sich gegeniiberliegenden
streifenfdrmigen Leiterabschnitten 120 auf. Die Leiterab-
schnitte 120, welche Jjeweils eine Aussparung 125 aufweisen,
sind durch einen Zwischenbereich voneinander getrennt. Die
Leiterabschnitte 120 sind des Weiteren mit einem die Leiter-
abschnitte 120 umlaufenden rechteckigen Rahmenteil 114 ver-
bunden. Innerhalb des Rahmenteile 114 erstrecken sich die
Leiterabschnitte 120 der einzelnen Paare aufeinander zu. Das
Rahmenteil 114 ist tber Stege 111 mit weiteren Abschnitten

des Leiterahmens 110 wverbunden.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-
terbauelemente 100 liegt die in Figur 16 gezeigte Struktur
sich vielfach wiederholend vor. Der Leiterrahmen 110 weist
daher einen zu Figur 8 vergleichbaren Aufbau auf, wobei jedes
Rahmenteil 114 nicht mit einem, sondern mit drei Paaren aus
Leiterabschnitten 120 verbunden ist. Ein weiterer Unterschied
besteht darin, dass an den Rahmenteilen 114 keine zusatzli-
chen Befestigungsabschnitte 112 angeordnet sind. Wie weiter
unten noch naher erlautert wird, werden in dieser Ausgestal-
tung die mit den Stegen 111 verbundenen und seitlich der Paa-
re aus Leiterabschnitten 120 parallel verlaufenden langlichen
Teilabschnitte 117 eines Rahmenteils 114 selbst zur Befesti-
gung eingesetzt. Die Teilabschnitte 117 werden im Folgenden

auch als Befestigungsabschnitte 117 bezeichnet.

Zur Herstellung des Halbleiterbauelements 100 werden an-
schlieRBend weitere Schritte wie ein Anordnen von drei strah-
lungsemittierenden Halbleiterchips 150 in dem Zwischenbereich
zwischen den Leiterabschnitten 120 und ein Befestigen der
Halbleiterchips 150 an den Leiterabschnitten 120 durch Aus-
bilden einer Abdeckstruktur 130, 140 durchgefiithrt. Zu diesem
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Zweck wird zunachst, wie in den Figuren 2, 17 gezeigt ist,
eine rahmenfdrmige erste Abdeckschicht 130 innerhalb des von
dem Rahmenteil 114 umschlossenen Bereichs ausgebildet. Die
Abdeckschicht 130 weist eine Offnung 135 auf, Uber welche der
Zwischenbereich bzw. ein Teil des Zwischenbereichs zwischen
den Leiterabschnitten 120 freigestellt ist. Die Abdeckschicht

130 wird aus einem schwarzen Kunststoffmaterial hergestellt.

Die Abdeckschicht 130 wird derart ausgebildet, dass die Ab-
deckschicht 130 die Leiterabschnitte 120 teilweise um-
schlieRt. Hierbei bedeckt die Abdeckschicht 130 die Leiterab-
schnitte 120 jeweils in einem Teilbereich an einer ersten
Seite 221 des Leiterrahmens 110. Eine zu der ersten Seite 221
entgegengesetzte zweite Seite 222 des Leiterahmens 110 bleibt
hingegen frei von der Abdeckschicht 130. Die Leiterabschnitte
120 sind des Weiteren seitlich am Rand teilweise mit der Ab-
deckschicht 130 bedeckt. Dies schlieBt die im Bereich der
Offnung 135 einander zugewandten Randseiten der Leiterab-
schnitte 120 mit ein. Die Aussparungen 125 der Leiterab-
schnitte 120 werden ebenfalls mit der Abdeckschicht 130 ver-
fillt. Mit Bezug auf Figur 2 veranschaulicht Figur 17 eine
Gegebenheit bei Betrachtung der zweiten Seite 222 des Leiter-

rahmens 110.

In Figur 17 ist erganzend anhand von gestrichelten Linien die
Kontur der in dieser Darstellung zum Teil von dem Leiterrah-
men 110 verdeckten Abdeckschicht 130 angedeutet. Es wird
deutlich, dass die Abdeckschicht 130 an die Befestigungsab-
schnitte 117 heranreichend und diese iiberlappend ausgebildet
wird. In diesem Bereich werden die Befestigungsabschnitte 117
an der ersten Seite 221 des Leiterahmens 110 und seitlich am
Rand mit der Abdeckschicht 130 bedeckt.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-
terbauelemente 100 wird fiir jedes Bauelement 100 eine rahmen-
formige erste Abdeckschicht 130 innerhalb des zugehorigen
Rahmenteils 114 ausgebildet. Dies kann in einem gemeinsamen

Formprozess erfolgen.
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Nachfolgend werden drei strahlungsemittierende Halbleiter-
chips 150, welche den einzelnen Paaren aus Leiterabschnitten
120 zugeordnet sind, in dem Zwischenbereich zwischen den Lei-
terabschnitten 120 bzw. innerhalb der Offnung 135 der ersten
Abdeckschicht 130 angeordnet (vgl. die Figuren 3, 18). Die
Halbleiterchips 150 weisen eine erste Chipseite 251 und eine
hierzu entgegengesetzte zweite Chipseite 252, und Kontakte
155 an der zweiten Chipseite 252 auf. Es kann eine Tragerfo-
lie 210 eingesetzt werden, auf welcher die Halbleiterchips
150 mit der zweiten Chipseite 252 und der Leiterahmen 110 mit

der zweiten Seite 222 angeordnet werden.

Die drei Halbleiterchips 150 kdnnen LED-Chips, sowie Volu-
menemitter sein. Des Weiteren konnen die Halbleiterchips 150
zum Erzeugen von unterschiedlichen Lichtstrahlungen ausgebil-
det sein. Moglich sind zum Beispiel eine rote, eine grine und
eine blaue Lichtstrahlung. Bei dieser Ausgestaltung kann das

Halbleiterbauelement 100 als RGB-Pixel eingesetzt werden.

AnschlieBend wird eine zweite Abdeckschicht 140 innerhalb der
Offnung 135 der ersten Abdeckschicht 130 ausgebildet, welche
mit den Halbleiterchips 150 und mit der ersten Abdeckschicht
130 verbunden ist (vgl. die Figuren 3, 18). Die zweite Ab-
deckschicht 140, welche vorderseitig biindig mit der ersten
Abdeckschicht 130 abschlieRen kann, grenzt innenseitig an die
Abdeckschicht 130 an und bedeckt die erste Chipseite 251 der
Halbleiterchips 150. Auch Seitenflanken der Halbleiterchips
150 sind zum Teil mit der Abdeckschicht 140 bedeckt. Die Ab-
deckschicht 140 kann aus einem transparenten Kunststoffmate-

rial ausgebildet werden.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-

terbauelemente 100 werden fiir jedes Bauelement 100 drei Halb-
leiterchips 150 in der Offnung 135 der zugehdrigen ersten Ab-
deckschicht 130 angeordnet. Ferner wird in jeder Offnung 135

eine entsprechende zweite Abdeckschicht 140 ausgebildet.
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Nachfolgend bzw. nach einem Entfernen der Tragerfolie 210
werden, wie in den Figuren 4, 18 gezeigt ist, die Halbleiter-
chips 150 mit Hilfe von Bonddrédhten 160 elektrisch mit den
zugehdrigen Paaren aus Leiterabschnitten 120 verbunden. Die
Bonddrahte 160 werden an die Kontakte 155 der Halbleiterchips
150 und an der zweiten Seite 222 des Leiterahmens 110 an die
Leiterabschnitte 120 angeschlossen. Mit Bezug auf Figur 4
veranschaulicht Figur 18 eine Gegebenheit bei Betrachtung der

zwelten Seite 222 des Leiterahmens 110.

AnschlieBend wird, wie in den Figuren 5, 19 gezeigt ist, eine
reflektierende Masse 170 im Bereich der zweiten Chipseite 252
auf den drei Halbleiterchips 150 aufgebracht. Die reflektie-
rende Masse 170, mit welcher die Bonddradhte 160 teilweise um-
schlossen werden, bedeckt neben Seitenflanken der Halbleiter-
chips 150 auch die zweite Abdeckschicht 140 seitlich der
Halbleiterchips 150 und die erste Abdeckschicht 130 am Rand
der Offnung 135. In Figur 19 sind erganzend die drei Halb-
leiterchips 150 und die Offnung 135 der Abdeckschicht 130 ge-

strichelt angedeutet.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-
terbauelemente 100 werden samtliche Halbleiterchips 150
elektrisch mit den dazugehdrigen Leiterabschnitten 120 ver-
bunden, und wird im Bereich von jedem der herzustellenden
Bauelemente 100 eine die drei Halbleiterchips 150 bedeckende

reflektierende Masse 170 aufgebracht.

Wie in den Figuren 6, 20 gezeigt ist, werden im Anschluss
hieran die Leiterabschnitte 120 von dem Leiterrahmen 110 ge-
trennt, wodurch die kurzgeschlossenen Leiterabschnitte 120
elektrisch voneinander getrennt werden, und durch Biegen in
eine stufenfdrmige Gestalt mit zwei Biegungen bzw. Knicken
gebracht. In Bezug auf das Trennen koénnen mit den Leiterab-
schnitten 120 verbundene Bestandteile des Rahmenteils 114
entfernt werden, so dass von dem Rahmenteil 114 lediglich die
langlichen Befestigungsabschnitte 117 iUbrig bleiben. In die-

sem Zustand wird die Anordnung umfassend die drei Paare aus
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Leiterabschnitten 120, die Abdeckschichten 130, 140, die drei
Halbleiterchip 150 und die reflektierende Masse 170 idber die
mit der Abdeckschicht 130 verbundenen Befestigungsabschnitte
117 an dem Leiterrahmen 110 gehalten.

Die Leiterabschnitte 120 der drei Paare werden seitlich der

ersten Abdeckschicht 130 in eine Richtung gebogen, in welche
auch die zweite Chipseite 252 der Halbleiterchips 150 weist.
An einem Ende werden die Leiterabschnitte ferner nach aulen

gebogen. Die stufenfdérmigen Leiterabschnitte 120 weisen je-

weils einen von der ersten Abdeckschicht 130 bedeckten Teil-
abschnitt 121, am Ende einen zu dem Teilabschnitt 121 hohen-
versetzten Anschlussabschnitt 123, und einen diese Abschnitte
121, 123 verbindenden und senkrecht hierzu verlaufenden Ver-
bindungsabschnitt 122 auf.

Zum Fertigstellen des Halbleiterbauelements 100 wird nachfol-
gend eine Formmasse 180 auf der Anordnung umfassend die drei
Paare aus gebogenen Leiterabschnitten 120, die Abdeckschich-
ten 130, 140, die drei Halbleiterchips 150 und die reflektie-
rende Masse 170 aufgebracht. Auf diese Weise wird ein die
Formmasse 180 und die Abdeckschichten 130, 140 umfassendes
Kunststoffgehduse 190 gebildet. Das Halbleiterbauelement 100
ist in Figur 7 im Querschnitt, in Figur 21 in einer Riicksei-
tenansicht und in Figur 22 in einer Vorderseitenansicht ge-
zeigt. In Figur 22 sind erganzend die drei von der zweiten
Abdeckschicht 140 bedeckten und aufgrund der transparenten
Ausgestaltung der Abdeckschicht 140 sichtbaren Halbleiter-
chips 150 angedeutet.

Die Formmasse 180 wird mit lateralen AuRenabmessungen aufge-
bracht, welche im Wesentlichen mit den lateralen AuBenabmes-
sungen der ersten Abdeckschicht 130 Ubereinstimmen. Auch er-
folgt das Aufbringen derart, dass von den Leiterabschnitten
120 lediglich die Anschlussabschnitte 123 freigestellt und

damit zuganglich sind. Als Formmasse 180 kann ein schwarzes
Kunststoffmaterial verwendet werden. Dieses kann dasselbe Ma-

terial sein wie das der Abdeckschicht 130.
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Das Gehause 190 weist eine Vorderseite 291 und eine hierzu

entgegengesetzte Riickseite 292 auf, an welcher die Anschluss-
abschnitte 123 der drei Paare aus Leiterabschnitten 120 her-
ausragen. Weiter weist das Gehause 190 eine rechteckige Auf-

sichtsform mit vier lateralen Seitenwanden 295, 296 auf.

Die Formmasse 180 wird zu einem groRen Teil in einem Bereich
zwischen den stufenfdormig gebogenen Leiterabschnitten 120 an-
geordnet. Auch die Befestigungsabschnitte 117 des Leiterrah-
mens 110 werden am Rand an der zweiten Seite 222 des Leiter-
rahmens 110 mit der Formmasse 180 bedeckt (vgl. Figur 21), so
dass das Gehause 190 an diesen Stellen jeweils eine einen Be-
festigungsabschnitt 117 umschlielBende Aussparung aufweist.
Daher wird auch das Gehduse 190 Uber die Befestigungsab-

schnitte 117 an dem Leiterrahmen 110 gehalten.

Die Formmasse 180 wird des Weiteren seitlich der stufenfdrmi-
gen Leiterabschnitte 120 angeordnet. Wie in Figur 7 gezeigt
ist, wird die Formmasse 180 hierbei im Bereich der Seitenwan-
de 295 mit im Vergleich zu der ersten Abdeckschicht 130 gré-
Beren lateralen AuBRenabmessungen aufgebracht, so dass die
Verbindungsabschnitte 122 der Leiterabschnitte 120 in der
Formmasse 180 eingebettet werden. Infolgedessen weist die
Vorderseite 291 des Gehauses 190, welche im Wesentlichen
durch die beiden Abdeckschichten 130, 140 gebildet ist, am
Rand bzw. an den Seitenwdnden 295 Teilbereiche der Formmasse
180 auf, welche biindig mit der Abdeckschicht 130 abschlieBen
(vgl. die Figuren 7, 22). Die Rickseite 292 des Gehauses 190
und die Seitenwande 295 sind durch die Formmasse 180 gebil-
det. Die Seitenwande 296 des Gehauses 190 sind durch die
Formmasse 180 und, im Bereich der Vorderseite 291, durch die
Abdeckschicht 130 gebildet. Die Seitenwande 296 weisen die
oben beschriebenen Aussparungen auf, in welchen die BRefesti-

gungsabschnitte 117 des Leiterrahmens 110 aufgenommen sind.

In BRezug auf die verbundweise Herstellung mehrerer Halblei-

terbauvelemente 100 werden samtliche Leiterabschnitte 120 von
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dem Leiterrahmen 110 getrennt und anschlielend stufenfdrmig
gebogen. Des Weiteren wird im Bereich von jedem der Bauele-

mente 100 ein Gehduse 190 ausgebildet.

Die fertiggestellten Halbleiterbauelemente 100 bzw. deren Ge-
hduse 190 werden iiber die Befestigungsabschnitte 117 (noch)
an dem Leiterahmen 110 gehalten. Durch Herausdricken kodnnen
die Halbleiterbauelemente 100 von dem Leiterrahmen 110 ge-

trennt und voneinander separiert werden.

Ein auf diese Weise hergestelltes Multichip-Bauelement 100
besitzt eine quaderfdrmige Gestalt und weist das Gehaduse 190,
drei Halbleiterchips 150, die reflektierende Masse 170 und
drei Paare aus stufenfdérmigen Leiterabschnitten 120 auf, wel-
che iber Bonddrahte 160 elektrisch mit den zugehdrigen Halb-
leiterchips 150 verbunden sind. Die Paare aus Leiterabschnit-
ten 120 dienen als Kathoden und Anoden der Halbleiterchips
150, und ermdglichen es, die Halbleiterchips 150 unabhidngig
voneinander mit elektrischer Energie zu versorgen und dadurch
separat voneinander anzusteuern. Die drei Halbleiterchips 150
kénnen wie oben angegeben zum Erzeugen unterschiedlicher
Lichtstrahlungen, d.h. einer roten, einer grinen und einer
blauen Lichtstrahlung ausgebildet sein, so dass das Halblei-

terbauvelement 100 als RGB-Pixel verwendet werden kann.

Die Lichtstrahlungen der drei Halbleiterchips 150 kénnen tber
die transparente Abdeckschicht 140 von dem Halbleiterbauele-
ment 100 abgegeben werden. Mit Hilfe der reflektierenden Mas-
se 170 kann ein im Leuchtbetrieb in Richtung der Formmasse
180 abgestrahlter Teil der Strahlung reflektiert werden. Von
den Leiterabschnitten 120 sind lediglich die rickseitigen An-
schlussabschnitte 123 freigestellt. Mit den Anschlussab-
schnitten 123 kann das Halbleiterbauelement 100 auf Gegenan-
schlliissen einer Tragervorrichtung angeordnet werden. Das
Halbleiterbauelement 100 kann eine groRe Bauhohe von zum Bei-
spiel wenigstens 2mm aufweisen. Die Anordnung der drei Halb-

leiterchips 150 nahe der Vorderseite 291, sowie die schwarze
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Abdeckschicht 130, ermdglichen einen Leuchtbetrieb mit einer

hohen Effizienz und einem hohen Kontrast.

Es ist méglich, aus mehreren der vorstehend beschriebenen
Halbleiterbauelementen 100 eine Anzeigevorrichtung aufzubau-
en. Zur beispielhaften Veranschaulichung ist in Figur 23 eine
solche Anzeigevorrichtung 200 ausschnittsweise im Querschnitt
gezeigt. Bei der Anzeigevorrichtung 200 kann es sich um ein

Modul einer Videowand handeln.

Die Anzeigevorrichtung 200 weist eine Leiterplatte 201, meh-
rere auf der Leiterplatte 201 angeordnete strahlungsemittie-
rende Halbleiterbauelemente 100 und ein Vergussmaterial 205
auf. Das Vergussmaterial 205 befindet sich auf der Leiter-
platte 201 in Bereichen neben und zwischen den Halbleiterbau-
elementen 100. Das Vergussmaterial 205, welches seitlich an
die Halbleiterbauelemente 100 angrenzt, reicht (anndhernd)
bis zu den Vorderseiten 291 der Halbleiterbauelemente 100, so
dass die Vorderseiten 291 der Halbleiterbauelemente 201 frei-
liegen. Das Vergussmaterial 205 kann ein Kunststoff- bzw. Si-

likonmaterial sein, und eine schwarze Farbe aufweisen.

Zur Herstellung der Anzeigevorrichtung 200 wird eine Oberfléa-
chenmontage durchgefiihrt, in welcher die Halbleiterbauelemen-
te 100 iber deren rickseitige Anschlussabschnitte 123 und ein
elektrisch leitfahiges Verbindungsmittel wie zum Beispiel ein
Lotmittel elektrisch und mechanisch mit Anschliissen der Lei-
terplatte 201 verbunden werden (nicht dargestellt). Nachfol-
gend wird das Vergussmaterial 205 neben und zwischen den
Halbleiterbauelementen 100 auf der Leiterplatte 201 aufge-
bracht.

Durch die groBe Bauhdhe der Halbleiterbauelemente 100 von zum
Beispiel wenigstens 2mm ist es in entsprechender Weise mog-
lich, das Vergussmaterial 205 mit einer Dicke wvon 2mm oder
einer groBeren Dicke auszubilden. Auf diese Weise kdnnen die

rickseitigen Leiterabschnitte 123 der Halbleiterbauelemente
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100 zuverlassig abgedichtet werden. Dadurch eignet sich die

Anzeigevorrichtung 200 fir eine Anwendung im Outdoor-Bereich.

Die anhand der Figuren erlauterten Ausfithrungsformen stellen

bevorzugte bzw. beispielhafte Ausfihrungsformen der Erfindung
dar. Neben den beschriebenen und abgebildeten Ausfihrungsfor-
men sind weitere Ausfihrungsformen vorstellbar, welche weite-
re Abwandlungen und/oder Kombinationen von Merkmalen umfassen

kdnnen.

Es ist zum Beispiel mdglich, ein Halbleiterbauelement nicht
mit der oben angegebenen Dicke von wenigstens 2mm, sondern
mit einer anderen bzw. geringeren Dicke auszubilden. Dies
kann in Betracht kommen, wenn das Halbleiterbauelement nicht
fir den Einsatz beil einer Videowand im Outdoor-Bereich, son-
dern fir eine andere Anwendung, zum Beigspiel bei einer Video-

wand im Indoor-Bereich, vorgesehen ist.

In einer weiteren Abwandlung kann ein Multichip-Bauelement
mit einem Leiterrahmen hergestellt werden, welcher entspre-
chend der in den Figuren 8, 9 gezeigten Ausgestaltung Befes-
tigungsabschnitte 112 aufweist. In entsprechender Weise kann
ein Einzelchip-Bauelement mit einem Leiterrahmen gefertigt
werden, welcher keine Befestigungsabschnitte 112 aufweist, so
dass stattdessen BRefestigungsabschnitte 117 eines Rahmenteils
114 verwendet werden, wie es in Bezug auf die Herstellung ei-

nes Multichip-Bauelements erlautert wurde.

Des Weiteren kann es in Betracht kommen, zusatzlich zu oder
anstelle von strahlungsemittierenden Halbleiterchips andere
Typen von Halbleiterchips zu verwenden, und infolgedessen
Halbleiterbauelemente mit anderen Typen von Halbleiterchips
herzustellen. Hierunter konnen zum Beispiel strahlungsempfan-

gende Halbleiterchips fallen.

Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzugte Ausfiihrungs-
beispiele naher illustriert und beschrieben wurde, so ist die

Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschrankt
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und andere Variationen kdnnen vom Fachmann hieraus abgeleitet

werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
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PATENTANSPRUCHE

Verfahren zum Herstellen eines oberfldchenmontierbaren

Halbleiterbauelements (100), umfassend:

Bereitstellen eines Leiterrahmens (110), wobei der Lei-
terrahmen (110) ein Paar aus zweil gegeniiberliegend ange-

ordneten Leiterabschnitten (120) aufweist:;

Anordnen eines Halbleiterchips (150) in einem Zwischen-
bereich zwischen den Leiterabschnitten (120) und Befes-
tigen des Halbleiterchips (150) an den Leiterabschnitten
(120) durch Ausbilden einer Abdeckstruktur (130, 140),
wobeili die Abdeckstruktur (130, 140) die Leiterabschnitte
(120) an einer ersten Seite (221) und den Halbleiterchip
(150) an einer ersten Chipseite (251) bedeckt;

Ausbilden von Kontaktstrukturen (160), welche an einer
zur ersten Seite (221) entgegengesetzten zweiten Seite
(222) mit den Leiterabschnitten (120) und an einer zur
ersten Chipseite (251) entgegengesetzten zweiten Chip-
seite (252) mit dem Halbleiterchip (150) wverbunden sind;

Biegen der Leiterabschnitte (120), so dass die Leiterab-
schnitte (120) einen Teilabschnitt (121) neben dem Zwi-
schenbereich und einen zu dem Teilabschnitt (121) ver-

setzten Anschlussabschnitt (123) aufweisen; und

Anordnen einer Formmasse (180) in einem Bereich zwischen
den gebogenen Leiterabschnitten (120) und seitlich der
Leiterabschnitte (120), so dass ein die Formmasse (180)
und die Abdeckstruktur (130, 140) aufweisendes Gehdause
(190) gebildet wird, bei welchem die Anschlussabschnitte

(123) wvon auBen zuganglich sind.

Verfahren nach Anspruch 1,
wobei das Anordnen und Befestigen des Halbleiterchips

(150) nach dem Bereitstellen des Leiterrahmens (110)
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durchgefihrt wird,

wobeili das Ausbilden der Kontaktstrukturen (160) nach dem
Anordnen und Befestigen des Halbleiterchips (150) durch-
gefihrt wird,

wobei das Biegen der Leiterabschnitte (120) nach dem
Ausbilden der Kontaktstrukturen (160) durchgefithrt wird,

und wobei das Anordnen der Formmasse (180) nach dem Bie-

gen der Leiterabschnitte (120) durchgefihrt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei der Halbleiterchip (150) ein strahlungsemittieren-

der Halbleiterchip ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Leiterabschnitte (120) durch das Biegen eine

stufenférmige Gestalt aufweisen.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobel die Abdeckstruktur eine erste Abdeckschicht (130)
und eine zweite Abdeckschicht (140) aufweist, und wobei
das Anordnen des Halbleiterchips (150) und das Ausbilden
der Abdeckstruktur wie folgt durchgefihrt wird:

Ausbilden der ersten Abdeckschicht (130) vor dem Anord-
nen des Halbleiterchips (150), wobei die erste Abdeck-
schicht mit den Leiterabschnitten (120) verbunden ist

und eine Offnung (135) aufweist;

Anordnen des Halbleiterchips (150) im Bereich der Off-
nung (135) der ersten Abdeckschicht (130); und

Ausbilden der zweiten Abdeckschicht (140) im Bereich der
Offnung (135) der ersten Abdeckschicht (130) nach dem
Anordnen des Halbleiterchips (150), wobei die zweite Ab-
deckschicht mit dem Halbleiterchip (150) und mit der
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10.

11.

12.

13.

ersten Abdeckschicht (130) verbunden ist.

Verfahren nach Anspruch 5,
wobei die zweite Abdeckschicht (140) ein transparentes

Kunststoffmaterial aufweist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 5 oder 6,
wobeli die erste Abdeckschicht (130) ein schwarzes Kunst-

stoffmaterial aufweist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 7,
wobei die zweite Abdeckschicht (140) eine Konversions-

schicht zur Strahlungskonversion ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobeili die Formmasse (180) ein schwarzes Kunststoffmate-

rial aufweist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei nach dem Ausbilden der Kontaktstrukturen (160) ei-
ne reflektierende Masse (170) auf dem Halbleiterchip
(150) im Bereich der zweiten Chipseite (252) aufgebracht

wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Leiterabschnitte (120) eine Aussparung (125)

zur Verankerung der Abdeckstruktur (130, 140) aufweisen.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei der Leiterrahmen (110) Befestigungsabschnitte
(112, 117) aufweist, wobeil die Abdeckstruktur (130, 140)
und das Gehduse (190) an die Befestigungsabschnitte
(112, 117) heranreichend ausgebildet werden, und wobei
die Leiterabschnitte (120) von dem Leiterrahmen (110)

getrennt werden.

Verfahren nach Anspruch 12,

wobel das Trennen der Leiterabschnitte (120) von dem
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14.

Leiterrahmen (110) vor dem Biegen der Leiterabschnitte
(120) durchgefiihrt wird,

wobei eine nach dem Trennen der Leiterabschnitte (120)
vorliegende Anordnung umfassend die getrennten Leiterab-
schnitte (120), die Abdeckstruktur (130, 140) und den
Halbleiterchip (150) iUber die an die Befestigungsab-
schnitte (112, 117) heranreichende Abdeckstruktur (130,
140) an dem Leiterrahmen (110) gehalten wird,

wobei das nach dem BRiegen der Leiterabschnitte (120) und
nach dem Aufbringen der Formmasse (180) vorliegende
Halbleiterbauelement (100) iUber die Befestigungsab-
schnitte (112, 117) an dem Leiterrahmen (110) gehalten

wird,

und wobeil das Halbleiterbauelement (100) durch Heraus-

driicken von dem Leiterrahmen (110) separiert wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei der bereitgestellte Leiterrahmen (110) mehrere
Paare aus zwei gegeniiberliegend angeordneten Leiterab-
schnitten (120) aufweist, zwischen welchen der Zwischen-

bereich vorhanden ist,

wobei mehrere und den Paaren aus Leiterabschnitten (120)
zugeordnete Halbleiterchips (150) in dem Zwischenbereich
angeordnet und durch das Ausbilden der Abdeckstruktur

(130, 140) an den Leiterabschnitten (120) befestigt wer-

den,

wobei die Halbleiterchips (150) durch das Ausbilden von
Kontaktstrukturen (160) mit den zugehtrigen Paaren aus

Leiterabschnitten (120) verbunden werden,

wobei die Leiterabschnitte (120) der mehreren Paare ge-
bogen werden und dadurch jeweils einen Teilabschnitt

(121) neben dem Zwischenbereich und einen zu dem Teilab-
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15.

le.

schnitt (121) versetzten Anschlussabschnitt (123) auf-

welsen,

wobei die Formmasse (180) in einem Bereich zwischen den
gebogenen Leiterabschnitten (120) und seitlich der Lei-
terabschnitte (120) der mehreren Paare angeordnet wird,
und wobei die Anschlussabschnitte (123) der Leiterab-

schnitte (120) der mehreren Paare bei dem Gehause (190)

von auBen zuganglich sind.

Verfahren nach Anspruch 14,

wobei der bereitgestellte Leiterrahmen (110) drei Paare

aus zwel gegeniiberliegend angeordneten Leiterabschnitten
(120) aufweist, und wobei drei Halbleiterchips (150) in
dem Zwischenbereich angeordnet werden, welche zum Erzeu-
gen von unterschiedlichen Lichtstrahlungen ausgebildet

sind.

Oberfldchenmontierbares Halbleiterbauelement (100), auf-

weisend:

ein Paar aus zwel gegenlberliegend angeordneten Leiter-
abschnitten (120), wobei die Leiterabschnitte (120)
durch einen Zwischenbereich getrennt sind, und wobei die
Leiterabschnitte (120) eine gebogene Gestalt mit einem
Teilabschnitt (121) neben dem Zwischenbereich und einem
zu dem Teilabschnitt (121) wversetzten Anschlussabschnitt

(123) aufweisen;

einen Halbleiterchip (150), wobei der Halbleiterchip
(150) in dem Zwischenbereich zwischen den Leiterab-

schnitten (120) angeordnet ist;

eine Abdeckstruktur (130, 140), wobei die Abdeckstruktur
die Leiterabschnitte (120) an einer ersten Seite (221)
und den Halbleiterchip (150) an einer ersten Chipseite
(251) bedeckt;
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17.

18.

Kontaktstrukturen (160), welche an einer zur ersten Sei-
te (221) entgegengesetzten zweiten Seite (222) mit den
Leiterabschnitten (120) und an einer zur ersten Chipsei-
te (251) entgegengesetzten zweiten Chipseite (252) mit
dem Halbleiterchip (150) wverbunden sind;

eine Formmasse (180), welche in einem Bereich zwischen
den gebogenen Leiterabschnitten (120) und seitlich der
Leiterabschnitte (120) angeordnet ist, wobei die Form-
masse (180) und die Abdeckstruktur (130, 140) ein Gehau-
se (190) bilden, bei welchem die Anschlussabschnitte

(123) wvon auBen zuganglich sind.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 16,
wobei die Leiterabschnitte (120) als Kathode und Anode
des Halbleiterchips (150) dienen.

Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 16 oder
17,

wobei die Abdeckstruktur eine erste und zweite Abdeck-
schicht (130, 140) aufweist,

wobeili die erste Abdeckschicht (130) mit den Leiterab-
schnitten (120) verbunden ist und eine Offnung (135)

aufweist,

wobel der Halbleiterchip (150) im Bereich der Offnung
(135) der ersten Abdeckschicht (130) angeordnet ist,

wobel die zweite Abdeckschicht (140) im Bereich der Off-
nung (135) der ersten Abdeckschicht (130) angeordnet

ist,

und wobeil die zweite Abdeckschicht (140) mit dem Halb-
leiterchip (150) und mit der ersten Abdeckschicht (130)
verbunden ist und als Fenster zur Strahlungsemission

dient.
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19.

Anzeigevorrichtung (200), aufweisend eine Leiterplatte
(201), mehrere auf der Leiterplatte (201) angeordnete
Halbleiterbauelemente (100) nach einem der Anspriiche 16

bis 18 und ein Vergussmaterial (205),

wobei die Halbleiterchips (105) der Halbleiterbauelemen-
te (100) strahlungsemittierende Halbleiterchips sind,

und wobei das Vergussmaterial (205) auf der Leiterplatte
(201) in Bereichen neben und zwischen den Halbleiterbau-

elementen (100) angeordnet ist.
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